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Pruf ungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
(fj) Haibleiterverkappung 

© Eine externa Zwtschenverblndungseinheit, die einen auf 
elnem Halbleiterchlp (1) vorgesehenen Kontaktblock (2), 
eine" auf einer Hauptoberftache des Halblerterchlps (1) 
gabildate HOgelelektroda (4) zur Verblndung mit einar 
Lelterplatte und elna Verbindungszwlschenverbindung (3) 
zum Verbinden des Kontaktblocks (2) und der HOgelelektro- 
da (4) enthalt, ist in einer Mehrzahl von Stufan in zwei 
parallaian Reihen vorgesehen. Die HOgelelektroda (4) ist auf 
elnem Geblet vorgesehen, das &ich von dam Geblet einas 
AbtastverstSrkergeblets (SR) unterscheldet Eine Haibleiter- 
verkappung mit einer ZuverlSssigkert wie eine Haibleiterain- 
richtung, daren Verschlechterung varhindert wlrd, und eine 
Halbiertervjerkappung, die daa Merkmal einer CSP-Struktur 
wlrksam ausnutzt, slnd vorgesehen. 
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Beschreibung Stellen auf einem Halbleiterchip 1 gebildet sind Beim 

Die vorUegende Erfindung betrifft Halbleiterverkap- ^PaJl^SSf^?^ ? d beim fringe., de? 
pungen nut CSP-<Chip-ScaJe-Package-)Stniktiir 3 I ? r Leiter Platte wird auf ein unter der Hfisel- 

BGAKBall.Grid.Array-&truktur -SfSS^oS 5 SSj^SSS^Sre^ 1 ^-^ H^M*^^.^ SLrSES_ 
Chipbelegungsanteil und einer verbesserten PackunS- * »^ daher n °twendig, dafOr zu sor- 

dichte und insbesondere eine HalbleiterverkaoDun^it fl* daB die beun Bl,den dem Hugelelektrode 4 und 
CSP-Struktur und BGA-Struktur, bei welcher vertSn" SSJ *? bnngen der ^ auf einer LeiSatte veSS 
dert wird, daB die Zuverlissigkeit als ^£3^2* S P* nnua S so Wein wie mdglich is" 

tungvermindert wird * * Ha,b,e » ere "»nch- Der Vprteil des Bildens des KontStblocks 2 od e r 

H^ti?^™^™^ CSP-Struktur ist als 10 fe1!fS e nlirde;^ ,, ^ lichen S ^e auS^Hdh' 
^r^;^ £^30Sr g ^- ^ verwende^et 

net) emen Halbleiterchip 1, eine VerbindungszwShen ^ der Geschwindigkeit und einer VerkleuierS? £ 

verbmdung3,eineH0gelelektrode4undeTFSa^ fTV St unersattlich. Eine Zunahmeder 

5. Der Halbleiterchip 1 enthalt eine inteerierte^^hu? • ge de <? Verdr ahtung S pfades auf einem Tchin^f^ 

tereinrichtung. und ein *>ndkonKS ^/f oBeren Chipflache ergibt eineSe^eS 

einfach als "Kontaktblock" bezeichnet) 2 ist mit deS ££ g • der SignalObertragung, waf einen riSe 

gnerten Halbleitereinrichtung elektrisch Verbunden" sch _wmdigkeitsbetrieb verhinaerT HOChge " 

^ Bere Nachfra ee nach einer 

bZifm* * ^to^Srapbie gebildeten Zwischenver- xl/x4/S KnSZ?**™ 011 , 815 nach eine^ 

bindung 3 verbunden. Das Formharz 5 bedeckt sein ^"!t° nfig V ratlon vorhanden, was die Anzahl der 

SSS auBe u r den K °Pf der Hflgelelektrode 4 S^n«m tr y ktUranf0rden,n S entsprecheSTD^ 

Halbleiterverkappung mil CSP-Struktur wird I auf ItZl tenemg^gs^atenausgangsamchlusse anbelaiT^ pT„„ 

vorbestinunten Leiterplatte durch^chmSn dtr ho 30 Y e, *£ Berun & d « Anzahl von Bitewhd efof f£sl£f 

getelektrode 4 angebracht der HO- Anzahl von Ausgangspuffern und BoXnStSS 

Da auf dem Halbleiterchip 1 mit der CSP die Verbin- W^™^ f °L gU ? ebw 

dungszwischenverbindung 3 und die HOgeleleknxSe 4 ^ UCh . ^ Problem eines Stromverso™n2St 

gebildet sind, mQssen Leit^gsamchlQsseSd S ^ wd b <*chtenswert ersorgungsrau- 

tungsanschluB und einen KoMaktWock cfil rlX^r* 35 u Fernergibt es e «ienTrend zu einem sowohl den «5n« 

SreSie^^ Se^ 6 ^^ 

» fr.7 fcn,a ** war ' i die SngsaScnK HaSfii ^ ** vorii «* e n d « Erfindung ist es, eine 

Foi d «,S: ah K e / U bed f cken - Daher dfe mcie d« 40 SeSode^teT vor2usehe ". welche fine HDgel! 
v ormgusses bedeutend verkleinert werden Tnt^aT^i;^ efeictrode aufweist, die so angeordnet ist daB <:ie rtJV.,t 

erlaubtdieCSPemeVerkapp^g SwI^^^^^^^ T da ™terliegendes Halbleiterelement a ^ 

de^elbenGraBewiederemeTHalblei^ ^SS^fS^- m einC V«rid!h52! *J 

der Kontaktblock 2 an wiUkOrUchen StelleTgebildel ^ m H e,ne,n Halb ! ei i«speicher mit groBerKapSt 

£Ll'ter£ 6 2T/ U ;? BUdeD der a^dlSJSj 51 Hochgesch -n d i g keitsbetrieb SwSSSS 
aung j, derart daB die Lange zwischen der HQ^elelelf c- 

werden. urn d,e elektrischen Charak?eristiken ff£ 55 iS^orM^ SSSiffJSiS 
Fig. 31 zeigt eine CSP, bei welcher mit einem an «„ ^Anzahl von Bits vergrOBert wird ^ ' Wenn 
willkQrUchen SteUe -^^SSkSSSSS d^Jg£2rTfr*P der vorliegenden Erfin- 
Verbindungszwischenverbindung3 vorgesehen ist Wte «, fjr It v lm fo, * enden erklarten Merkmale un- 

«n Fig. 31 dargestellt. sind an willkOrlichen SteUen d e nLtt, °t " sse ? un & d aB sie eine Halbleiterverkjn- 
nut den entsprechenden HQgeielektroden 4 mS der Snd^^t 6 " 6 Mehrzahl VQn e " e ™^ Zwischtn- 
durch Photolithographic vertikal und horizon algebU- H £2*f Se V ,heiten , ent halt. die gebildet sind aus euter 
deten Verbindungszwischenverbindung 3 verbunden 2JS h! ? S"" Y erbindun 6 mit der AuBenweKf 
and die jeweiligenKontaktblecke 2 gebildet « SSfL H " Upt 2 b ?5?* che eines Halbleiterchips SehSr 

W,e ,n Fig. 31 gezeigt. kann eine CSP einen Kontakt- ShTn "f« bleite ^nrichtung. einem a U P f dSn Ha^b- 
- Hn 2, e /T, Verbindun « s ^ ischenverbi «dung^nd; - Sr imeL P rifJ >dd »^, K ? >ntaktblock zur Verbindung nut 
ne Hage,e,ektrode 4 aufweisen, die an wifkoThen SuSSne^ 



DE 196 10 302 Al 



thographie gebildeten Verbindungszwischenverbin- 
dung zum elektrischen Verbinden des Kontaktblocks 
und der Hflgelelektrode. 

Wenn eine integrierte Halbleitereinrichtung eine zer- 
brechliche Schaltung enthalt deren Schaltungscharak- 
teristiken durch cinen auBeren Faktor wie beispielswei- 
se eine mechanische Spannung leicht geandert werden, 
dann hat die Halbleiterverkappung gemftB einem 
Aspekt der vorliegenden Erfuidung eine Hflgelelektro- 
de, die in einem Gebiet gebildet ist, das sich von dem 
oberen Abschnitt desjenigen Gebiets unterscheidet, in 
dem die zerbrechliche Schaltung vorgesehen ist. 

Aufgrund dieser Anordnung wird verhindert daB auf 
die zerbrechliche Schaltung mittels der Hflgelelektrode 
in der Halbleiterverkappung des vorliegenden Aspekts 
eine mechanische Spannung ausgeubt wird 

Vorzugsweise ist die zerbrechliche Schaltung eine aus 
einem Paar von Transistoren gebiidete Abtastverstar- 
kerschaltung zum Abtasten und Verstarken einer klei- 
nen Potentialdifferenz zwischen einem Paar von Bitlei- 
tungen. . 

Da die zerbrechliche Schaltung eine Transistorschal- 
tung ist, wird eine Unausgeglichenheit der Betriebscha- 
rakteristiken des Transistorpaares infolge der mittels 
der Hflgelelektrode ausgeflbten mechanischen Span- 
nung verhindert Daher kann eine Verschlechterung des 
Abtastbetriebs der Abtastverstarkerschaltung verhin- 
dert werden. 

Vorzugsweise ist die zerbrechliche Schaltung eine 
Analogschaltung, die mit einem kleinen Strom arbeitet 

Da die zerbrechliche Schaltung eine Analogschaltung 
ist, wird eine Verschlechterung des Betriebs der Analog- 
schaltung infolge einer durch die Hflgelelektrode ausge- 
flbten mechanischen Spannung verhindert 

Eine Halbleiterverkappung gemSB einem anderen 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt wenigstens 
einen Stromversorgungskontaktblock und eine Strom- 
versorgungszwischenverbindung. Der Stromversor- 
gungskontaktblock ist auf einer Hauptoberflache des 
Halbleiterchips vorgesehen, um in eine integrierte 
Halbleitereinrichtung Strom zu liefern. Die Stromver- 
sorgungszwischenverbindung ist mit dem Stromversor- 
gungskontaktblock verbunden und so vorgesehen, daB 
sie wenigstens einen Abschnitt jeder der Mehrzahl von 
externen Zwischenverbindungseinheiten umgibt 

Aufgrund der vorstehehd beschriebenen Anordnung 
ist eine von der Stromversorgungszwischenverbindung 
umgebene externe Zwischenverbindiingseinheit elek- 
trisch abgeschirmt, so daB sie gegen eine andere externe 
Zwischenverbindungseinheit unempfindUch ist und ei- 
nen elektrischen EinfluB auf eine andere externe Zwi- 
schenverbindungseinheit verhindert 

Vorzugsweise sind die wenigstens einen Abschnitt je- 
der der Mehrzahl von auBeren Zwischenverbindungs- 
einheiten umgebenden Stromversorgungszwischenver- 
bindungen in einer netzartigen Art und Weise gebildet, 
so daB sie miteinander verbunden sind. Eine Mehrzahl 
von Stromversorgungskontaktbldcken ist bezflglich der 
netzartigen Stromversorgungszwischenverbindung 
vorgesehen, um die Stromversorgungsimpedanz zu ver- 
kleinern. 

Aufgrund dieser Anordnung kann die Belastung der 
Stromversorgung verkleinert werden. 

Vorzugsweise ist zum Vermindera einer mittels der 
Hflgelelektrode auf den Halbleiterchip ausgeflbten me- 
chanischen Spannung genau unter der Hflgelelektrode 
und zwischen der Verbindungszwischenverbindung und 
der Hauptoberflache des Halbleiterchips ein Span- 



nungsverminderungsmaterial vorgesehen. Aufgrx 
dieser Anordnung wird verhindert daB auf die integri^ 
te Halbleitereinrichtung eine mechanische Spannung 
ausgeubt wird 

5 Eine Halbleiterverkappung gem&B eiriem weiteren 
Aspekt der vorliegenden Erfindung weist eine integrier- 
te Halbleitereinrichtung auf, die eine mit einem Kon- 
taktblock direkt verbundene Eingangs/Ausgangspuffer- 
schaltung enthalt Die mit der Eingangs/ Ausgangspuf- 
io ferschaltung mittels des Kontaktblocks elektrisch ver- 
bundene Hflgelelektrode ist in der Nahe der Eingangs/ 
Ausgangspufferschaltung vorgesehen. 

Aufgrund dieser Anordnung kann der Zwischenver- 
bindungspfad zwischen der Hflgelelektrode und der 
15 Eingangs/ Ausgangspufferschaltung verkflrzt werden, 
um eine Verzdgerung bei der Signalubertragung zwi- 
schen ihnen zu verhindern. Daher kann ein Hochge- 
schwindigkeitsbetrieb aufrechterhalten werden, selbst 
wenn die Kapazit&t eines Halbleiterspeichers oder der- 
20 gleichen vergraBert wird. Ferner kdnnen infolge der 
Verkleinerung der Zwischenverbindungspfadlange ein 
"Adressensetzen" und eine "Haltegrenze" verbessert 
werden. 

Vorzugsweise enthalt die integrierte Halbleiterein- 
25 richtung eine Mehrzahl von Speichermatten und eine 
Masterperipherschaltung, die die Mehrzahl von Spei- 
chermatten teilt und eine Speichermatte unabhangig 
steuert Die Speichermatte enthalt eine Mehrzahl von 
Speichergebieten mit einem Speicherelement und eine 
30 lokale Peripherschaltung, die die Mehrzahl von Spei- 
chergebieten teilt und das Speicherelement in jedem 
Speichergebiet unabhangig steuert 

Die integrierte Halbleitereinrichtung weist eine soge- 
nannte hierarchische Speicherstruktur auf. Somit kann 
35 ein Halbleiterspeicher mit hierarchischer Speicher- 
struktur erhalten werden, der einen Hochgeschwindig- 
keitsbetrieb aufrechterhalten kann, selbst wenn die Ka- 
pazitat vergrdflert wird 
Vorzugsweise ist ferner eine auf der Hauptoberflache 
40 des Halbleiterchips gebiidete zweite Verbindungszwi- 
schenverbindung vorgesehen. Die Masterperipher- 
schaltung und die lokale Peripherschaltung sind mittels 
dieser zweiten Verbindungszwischenverbindung elek- 
trisch verbunden. 
45 Die zweite Verbindungszwischenverbindung ist auf 
der Hauptoberflache des Halbleiterchips gebildet Da 
auf der Hauptoberflache des Halbleiterchips keine Ele- 
mente und Schaltungen gebildet sind, kann eine groBe 
Leitungsbreite der zweiten Verbindungszwischenver- 
50 bindung gesichert werden. Ein fflr die Zwischenverbin- 
dung geeignetes Material kann gewahlt werden, da die 
Beschrankung bezflglich des Materials der zweiten Zwi- 
schenverbindung nicht streng ist Daher kann die Impe- 
danz der zweiten Verbindungszwischenverbindung ver- 
55 kleinert werden, was folglich eine Verkleinerung der 
Zeitkonstante erlaubt und eine Verzdgerung bei der 
Signalubertragung verhindert 

Vorzugsweise ist die Hflgelelektrode, durch die mit- 
tels der Masterperipherschaltung ein in jede der Mehr- 
6d zahl von Speichermatten flbertragenes Signal aufge- 
nommen wird, auf dem Gebiet gebildet in dem die Ma- 
sterperipherschaltung vorgesehen ist Jede der Mehr- 
zahl von Speichermatten ist so angeordnet, daB sie be- 
zflglich der Lage der Hflgelelektrode symmetrisch ist 
65 Die Zwischenverbindung aus der Hflgelelektrode in die 
Mehrzahl der Speichermatten ist so angeordnet daB sie 
bezflglich der Lage der Hflgelelektrode symmetrisch ist 
Aufgrund dieser symmetrischen Anordnung kann je- 
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de Zwischenverbindung aus der HOgelelektrode in die 
entsprechenden Speichermatten so angeordnet sein, 
daB sie beztlglich der HOgelelektrode symmetrisch ist 
Ein Eingangssignal wird zunadist in die jede Speicher- 
matte steuernde Masterperipherschaltung aufgenom- 
men. Daher ist die Obertragungsentfernung eines Si- 
gnals aus der HOgelelektrode in jede der Mehrzahl von 
Speichermatten im wesentlichen identisch. Im Ergebnis 
kann eine Phasenverschiebung eines an jede Speicher- 
matte angelegten Signals, d. h. die Verzerrung, bedeu- 
tend verkleinert werden. 

Vorzugsweise ist die Obertragungsentfernung eines 
Eingangssignals aus . der HOgelelektrode in jede der 
Mehrzahl von Speichermatten im wesentlichen iden- 
tisch. 

Infolge dieser Anordnung kann die Verzerrung fur 
jede Speichermatte verkleinert werden. 

Vorzugsweise ist eine Ausgangshflgelelektrode zum 
Vorsehen eines Ausgangssignals aus einem Speicherele- 
ment in die AuBenwelt elektrisch verbunden mit einem 
Ausgangspuffer, der in einem Gebiet der lokalen Peri- 
pherschaltung vorgesehen ist Diese AusgangshOgei- 
elektrode ist auf einem Gebiet angeordnet, in dem die 
lokale Peripherschaltung vorgesehen ist 

Die AusgangshOgeielektrode kann in der Nahe der 
auf einem Gebiet der lokalen Peripherschaltung ange- 
ordneten Ausgangspufferschaltung angeordnet sein. 
Daher kann die Verzdgerung eines Ausgangssignals aus 
der Ausgangspufferschaltung in die HOgelelektrode 
verhindert werden. 

Vorzugsweise enthait die Verbindungszwischenver- 
bindung eine erste und eine zweite Verbindungszwi- 
schenverbindung, die voneinander elektrisch isoliert 
sind und auf verschiedenen Niveaus auf der Hauptober- 
flache des Halbleiterchips verlaufen. 

Aufgrund der ersten und der zweiten Verbindungs- 
zwischenverbindung, die auf verschiedenen Niveaus 
verlauferykann im Vergleich zu dem Fall, in dem die 
erste und die zweite Zwischenverbindung auf demsel- 
ben Niveau gebildet sind, der Freiheitsgrad der Anord- 
nung der Verbindungszwischenverbindung vergrdBert 
werden. Daher konnen verschiedenartige Zwischenver- 
bindungsstrukturen angepafit sein, wahrend die elektri- 
sche Isolation der ersten und der zweiten Verbindungs- 
zwischenverbindung aufrechterhalten wird. 

Vorzugsweise enthait die Verbindungszwischenver- 
bindung eine erste und eine zweite Verbindungszwi- 
schenverbindung, die auf demselben Niveau auf der 
Hauptoberflache des Halbleiterchips verlaufen An ei- 
ner Kreuzung der ersten und der zweiten Verbindungs- 
zwischenverbindung wird der elektrische Isolationszu- 
stand der ersten und der zweiten Verbindungszwischen- 
verbindung mittels einer der ersten und der zweiten 
Zwischenverbindung, die mit einer in dem Halbleiter- 
chip gebildeten ieitenden Schicht elektrisch verbunden 
ist, aufrechterhalten. 

Da die erste und die zweite Verbindungszwischenver- 
bindung, die, auf demselben Niveau verlaufen, durch 
Verwenden einer Ieitenden Schicht in einem Halbleiter- 
chip ihren Isolationszustand aufrechterhalten kdnnen, 
ist es leicht, sich an verschiedenartige Zwischenverbin- 
dungsstrukturen zu halten. 

Vorzugsweise ist auf einem Gebiet, in dem die die 
Ausgangspufferschaltung enthaltende lokale Peripher- 
schaltung vorgesehen ist, die StromversorgungshOgel- 
elektrode zum Liefern einer Stromversorgung in die 
Ausgangspufferschaltung angeordnet 

Aufgrund dieser Anordnung kann aus der HOgelelek- 
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trode in die Ausgangspufferschaltung mittels eines kur- 
zen Zwischenverbindungspfades Strom geliefert wer- 
den. Daher kann eine Stromversorgung mit kleiner Im- 
pedanz mit kleinem Rauschen verwirklicht werden. 
5 Vorzugsweise ist die Ausgangshflgelelektrode, die mit 
jedem der Mehrzahl von Speicherelementen in einem 
Speichergebiet und mit einem Datenbus zum Datenein- 
gangAausgang mit der Mehrzahl von Speicherelemen- 
ten elektrisch verbunden ist, auf dem Speichergebiet 
to und in der Nahe desselben angeordnet 

Aufgrund dieser Anordnung kann der Datenbus ver- 
kOrzt werden. Daher wird ein Zugriff nicht verschlech- 
tert, selbst wenn die Anzahl von Bits vergrdBert wird. 

Vorzugsweise enthait die Masterperipherschaltung 
is eine Mattenwahlschaltung, die eine der Mehrzahl von 
Speichermatten wahlt und betreibbar macht und eine 
Lieferung von Strom zu der lokalen Peripherschaltung 
innerhalb einer nichtgewahlten Speichermatte hin un- 
terbricht 

20 Eine spezielle Matte kann gewahlt werden, so daB sie 
durch die Mattenwahlschaltung betreibbar gemacht 
wird Da durch die Mattenwahlschaltung fOr eine nicht- 
gewahlte Matte die Stromlieferung zur lokalen Peri- 
pherschaltung hin unterbrochen wird, kann im Ver- 

25 gleich zu dem Fall, in dem an eine nichtgewahlte Matte 
eine vorbestimmte Spannung angelegt ist, um ihren Be- 
reitschaftszustand festzusetzen, der Verbrauchsstrom 
verkleinert werden. 
Vorzugsweise enthait die Masterperipherschaltung 

30 eine Mattenwahlschaltung, die eine vorbestimmte An- 
zahl yon Speichermatten wahlt und betreibbar macht 
und eine Stromlieferung in die lokale Peripherschaltung 
der nichtgewahlten Speichermatte unterbricht 

Da gemaB der Mattenwahlschaltung die Anzahl der 

35 zu wahlenden Speichermatten geandert werden kann, 
kann gemaB der gewahlten Anzahl von Speichermatten 
die Anzahl von Bits verandert werden. Daher kann die 
SpeichergrdBe als veranderlicher Modul festgesetzt 
werden. Femer kann der Verbrauchsstrom verkleinert 

40 werden, da durch die Mattenwahlschaltung eine Strom- 
lieferung zu der lokalen Peripherschaltung in der nicht- 
gewahlten Speichermatte hin verhindert wird. 

Vorzugsweise ist innerhalb des Halbleiterchips eine 
leitende Schicht zur Stromversorgung zum Liefern ei- 

45 ner Stromversorgungsspannung in die Elemente in der 
integrierten Halbleitereinrichtung gebildet Die Verbin- 
dungszwischenverbindung, die mit der Stromversor- 
gungsspannung aus der HOgelelektrode versehen ist, 
veriauft in einer die Richtung des Verlaufs der Ieitenden 

50 Schicht zur Stromversorgung kreuzenden Richtung und 
ist mit der Ieitenden Schicht zur Stromversorgung elek- 
trisch verbunden. 

Durch das elektrische Verbinden der Verbindungs- 
zwischenverbindung mit der Ieitenden Schicht zur 

55 Stromversorgung kann das Potential der Ieitenden 
Schicht zur Stromversorgung vergrdBert werden. 

Vorzugsweise ist das Element eine aus einem Transi- 
storpaar gebildete Abtastverstarkerschaltung zum Ab- 
tasten und Verstarken einer kleinen Potentiaidifferenz 

60 zwischen einem Bitleitungspaar. Die Verbindungszwi- 
schenverbindung und die leitende Schicht zur Stromver- 
sorgung sind so angeordnet, daB sie netzartig in einer 
Ebene sind. 

Da das Potential der mit der Abtastverstarkerschal- 
65 tung verbundenen Ieitenden Schicht zur Stromversor- 
gung vergrdBert wird, kann ein stabiler Betrieb der Ab- 
tastverstarkerschaltung erreicht werden. 

Vorzugsweise enthait der Halbleiterchip einen mit 
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einer Sondennadel einer Sondeneinrichtung in einem 
Testmodus in Kontakt gebrachten Testkontaktblock 
zum Testen. Der Testkontaktblock ist auf der Haupt- 
oberflfiche des Halbleiterchips vorgesehen und auf ei- 
nem Gebiet gebildet, das sich von dem Gebiet unter- 5 
scheidet, in dem die integrierte Halbleitereinrichtung 
gebildet ist 

Der Halbleiterchip erlaubt ein Wafertesten mittels 
einer Sondeneinrichtung, da er einen Kontaktblock zum 
Testen enthait 10 

Vorzugsweise sind fur einen Testmodusbetrieb ferner 
ein durch ein externes Testsignal aktivierter Oszillator 
und ein Steuersignalgenerator zum Erzeugen verschie- 
dener Steuersignale mittels des Oszillators vorgesehen. 
Der Steuersignalgenerator ist mit der Masterperipher- 15 
schaltung verbunden, so dap an die Masterperipher- 
schaltung ein aus dem Steuersignalgenerator vorgese- 
henes Signal angelegt ist 

Da in dem Halbleiterchip mittels eines externen Test- 
signals ein Steuersignal, wie beispielsweise das RAS und 20 
das CAS jeden Adressensignals, und Testmuster erzeugt 
werden kOnnen, kann im Vergleich zu dem Fall, in dem 
an den Halbleiterchip diese Signale von auBen angelegt 
sind, die Anzahl von Kontaktbldcken zum Testen ver- 
kleinert werden. 25 

Vorzugsweise ist zum aufeinanderfolgenden Spei- 
chern eines Nichtfehler/Fehlerzustandes von aus jeder 
der Mehrzahl von Speichermatten erhaltenen Testdaten 
und zum aufeinanderfolgenden Vorsehen des gespeU 
cherten Nichtfehler/Fehlerzustandes der Testdaten fer- 30 
ner ein Schieberegister vorgesehen. 

Vorzugsweise wird aus dem in dem Halbleiterchip 
vprgesehenen Testkontaktblock ein Signal ausgegeben, 
das den Nichtfehler/Fehlerzustand der aus dem Schie- 
beregister vorgesehenen Testdaten anzeigt 35 

Der Nichtfehler/Fehlerzustand der Mehrzahl von 
Testdaten Icann in einen Ausgangskontaktblock mittels 
des Schieberegisters aufeinanderfolgend ausgegeben 
werden. Daher kann die Anzahl der zum Testen in dem 
Halbleiterchip benotigten Kontaktbldcke verkleinert 40 
werden. 

Vorzugsweise sind ein Testkontaktblock und ein 
Kontaktblock mittels verschiedener Zwischenverbin- 
dungspfade mit der lokalen Peripherschaltung elek- 
trisch verbunden. Die erste Zwischenverbindung zwi- 45 
schen dem Testkontaktblock. und der lokalen Peripher- 
schaltung kann zwischen einem verbundenen und einem 
nichtverbundenen Zustand geschaltet werden. Auch die 
zweite Zwischenverbindung zwischen dem Kontakt- 
block und der lokalen Peripherschaltung kann zwischen 50 
einem verbundenen und einem nichtverbundenen Zu- 
stand geschaltet werden. In einem Testmodus erreicht 
die erste Zwischenverbindung einen verbundenen Zu- 
stand und die zweite Zwischenverbindung einen nicht- 
verbundenen Zustand. In einem Nqrmalbetriebsmodus 55 
erreicht die. erste Zwischenverbindung einen nichtver- 
bundenen Zustand und die zweite Zwischenverbindung 
einen verbundenen Zustand. 

Da die Verbindung/Nichtverbindung der ersten und 
der zweiten Zwischenverbindung gewahlt werden kann, 60 
kann der Testkontaktblock mit der lokalen Peripher- 
schaltung im Testmodus elektrisch verbunden sein und 
kann der Kontaktblock mit der lokalen Peripherschal- 
tung im Normalbetriebsmodus elektrisch verbunden 
sein. 63 

Vorzugsweise ist ferner eine Schaltung zum Bestim- 
men einer f ehlerhaf ten Adresse eines Speicherelements 
aus der Nichtfehlerhaftigkeit/Fehlerhaftigkeit der aus 



jeder Speichermatte erhaltenen Testdaten und zum 
Speichern der fehlerhaften Adresse vorgesehen. Ein Si- 
gnal einer fehlerhaften Adresse wird aus dieser Schal- 
tung aufeinanderfolgend ausgegeben. 

Vorzugsweise wird das Signal einer fehlerhaften 
Adresse, das aus jener Schaltung vorgesehen ist, die eine 
fehlerhafte Adresse bestimmt und speichert, aus dem in 
dem Halbleiterchip vorgesehenen Testkontaktblock 
ausgegeben. 

Die fehlerhafte Adresse kann mittels der Schaltung, 
die die fehlerhafte Adresse eines Speicherelements be- 
stimmt und speichert, als Paket ausgegeben werden. 

Vorzugsweise ist auf der Hauptoberfiache des Halb- 
leiterchips die Stromversorgungszwischenverbindung 
so vorgesehen, daB sie die Zwischenverbindung umgibt, 
an die ein vorbestimmtes Potential angelegt ist Diese 
Stromversorgungszwischenverbindung ist so gebildet, 
daB ein Stromnicht geleitet wird. 

Aufgrund dieser Anordnung ist die Zwischenverbin- 
dung elektrisch abgeschirmt, so daB sie gegen eine an- 
dere externe Zwischenverbindungseinheit unempfind- 
lich ist und einen elektrischen EinfluB auf eine andere 
externe Zwischenverbindungseinheit verhindert 

Vorzugsweise ist eine Mehrzahl von Htigelelektroden 
so angeordnet daB sie voneinander getrennt und von 
der Oberfiache der ganzen Halbleiterverkappung ent- 
hfillt sind. 

Vorzugsweise enthait die Mehrzahl von Hflgelelek- 
troden eine Hfigelelektrode, die mit einem Kontakt- 
block nicht elektrisch verbunden ist 

Aufgrund der Mehrzahl der Qber der ganzen Oberfla- 
che der Halbleiterverkappung gebildeten Htigelelektro- 
den kann die Wanneabstrahlung der Halbleiterverkap- 
pung verbessert werden. Daher kann der W&rmewider- 
stand verkleinert werden. 

Vorzugsweise ist auch auf der ROckseite der Halblei- 
terverkappung eine Mehrzahl von voneinander beab- 
standeten Htigelelektroden angeordnet 

Durch das Bilden der Htigelelektroden auch auf der 
Ruckseitenoberflache kann die Warmeabstrahlung der 
Verkappung weiter verbessert werden, so daB der War- 
mewiderstand verkleinert wird. 

Vorzugsweise ist eine Vergleichseinrichtung, die eine 
vorbestimmte Anzahl von Speicherelementen aus einer 
Speichermatte wahlt, um das abereinstimmen/Nicht- 
Qbereinstimmen der Logik der vorbestimmten Anzahl 
von Speicherelementen zu bestimmen, und die das Be- 
stimmungsergebnis vorsieht, hur mit einer der Mehrzahl 
von Speichermatten verbunden. 

Da die Obertragungsentfernung eines an jede der 
Mehrzahl von Speichermatten angelegten Signals aus, 
einer Httgelelektrode im wesentlichen gleich ist, ist die 
Zeit fur einen Zugriff auf diese Matten auch im wesentli- 
chen identisch. Durch das Vorsehen der Vergleichsein- 
richtung in nur einer Speichermatte und durch Messen 
der Zugriffszeit dieser Speichermatte kann eine Mes- 
surig der Zugriffszeitperiode fQr andere Speichermatten 
weggelassen werden. Mit anderen Worten, ein soge- 
nannter I/O-Falschdegenerationstest ist erlaubt 

Eine Halbleiterverkappung gemaVB einem anderen 
Aspekt der vorliegenden Erfmdung enthait einen Halb- 
leiterchip mit einer integrierten Halbleitereinrichtung. 
Die integrierte Halbleitereinrichtung enthait eine 
Mehrzahl von Speichermatten und eine Masterperi- 
pherschaltung, die die Mehrzahl von Speichermatten 
teilt und eine Speichermatte unabhangig steuert Eine 
Speichermatte enthait eine Mehrzahl von Speicherele- 
menten. Eine Schaltung zum Bestimmen einer fehlerhaf- 
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ten Adresse eines Speicherelements aus dem Nichtfeh- 
ler/Fehlerzustand der aus jeder der Mehrzahl von Spei- 
chermatten in einem Testmodus erhaltenen Testdaten 
und zum Speichern der fehlerhaften Adresse ist auch 
vorgesehen. Ein Signal der fehlerhaften Adresse wird 
aus dieser Schaltung aufeinanderfolgend ausgegeben. 

Mittels dieser Schaltung zum Bestimmen und Spei- 
chern einer fehlerhaften Adresse eines Speicherele- 
ments kann eine fehlerhafte Adresse in einem Paket 
ausgegeben werden. 

Eine Halbleiterverkappung gemaB einem weiteren 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt eine Mehr- 
zahl von externen Zwischenverbindungseinheiten, die 
gebildet sind aus einer HQgelelektrode auf einer Haupt- 
oberflache eines Halbleiterchips mit einer integrierten 
Halbleitereinrichtung zur Verbindung mit der AuBen- 
welt, einem auf dem Halbleiterchip gebildeten Kontakt- 
block zur Verbindung mit der integrierten Halbleiter- 
einrichtung, und einer auf der Hauptoberflache des 
Halbleiterchips mittels Photolithographic gebildeten 
Verbindungszwischenverbindung zum elektrischen 
Verbinden des Kontaktblocks und der HQgelelektrode. 
Eine Stromversorgungszwischenverbindung ist auf der 
Hauptoberflache des Halbleiterchips so vorgesehen, 
daB sie eine Verbindungszwischenverbindung umgibt, 
an die ein vorbestimmtes Potential angelegt ist Diese 
Stromversorgungszwischenverbindung ist so vorgese- 
hen, daB kein Strom geleitet wird 

Aufgrund dieser Anordnung ist diese Verbindungs- 
zwischenverbindung elektrisch abgeschirmt und gegen 
eine andere externe Zwischenverbindungseinheit elek- 
trisch unempfindlich und verhindert sie einen elektri- 
schen EinfluB auf eine andere externe Zwischenverbin- 
dungseinheit 

Eine Halbleiterverkappung gemaB einem weiteren 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt einen Kon- 
taktblock auf einer Hauptoberflache eines Halbleiter- 
chips mit einer integrierten Halbleitereinrichtung. Die 
integrierte Halbleitereinrichtung enthalt eine Mehrzahl 
von Speichermatten und eine Masterperipherschaltung, 
die die Mehrzahl von Speichermatten teiit uhd eine 
Speichermatte unabhangig steuert Eine Speichermatte 
enthalt eine Mehrzahl von Speicherelementen. Jede der 
Mehrzahl von Speichermatten ist so angeordnet, daB 
die Obertragungsentfernung eines an jede der Mehr- 
zahl von Speichermatten angelegten Signals aus einem 
Kontaktblock im wesentlichen gleich ist Eine Ver- 
gleichseinrichtung, die eine vorbestimmte Anzahl von 
Speicherelementen aus einer Speichermatte wahlt, so 
daB sie ein Obereinstimmen/Nichtflbereinstimmen der 
Logik der vorbestimmten Anzahl von Speicherelemen- 
ten bestimmt und das Bestimmungsergebriis vorsieht, ist 
mit nur einer der Mehrzahl von Speichermatten verbun- 
den. 

Da die Obertragungsentfernung des an jede der 
Mehrzahl von Speichermatten angelegten Signals aus 
einer HQgelelektrode in der Halbleiterverkappung im 
wesentlichen gleich ist, ist die Zeit fQr einen Zugriff auf 
diese Matten auch identisch. Daher kann durch das Ver- 
sehen der Vergleichseinrichtung mit einer Speichermat- 
te und durch Messen der Zugriffszeit dieser Speicher- 
matte eine Messung der Zugriffszeit der anderen Spei- 
chermatten weggelassen werden, Mit anderen Worten, 
der sogenannte I/O-Falschdegenerationstest ist erlaubt 

Bei einer Halbleiterverkappung gemaB einem ande- 
ren Aspekt der vorliegenden Erfindung, welche eine 
Mehrzahl von externen Zwischenverbindungseinheiten 
enthalt, die gebildet sind aus einer HQgelelektrode zur 



Verbindung mit einem AuBenanschluB, welche auf einer 
Hauptoberflache eines eine integrierte Halbleiterein- 
richtung enthaltenden Halbleiterchips vorgesehen ist, 
einem auf dem Halbleiterchip gebildeten Kontaktblock 
5 zur Verbindung mit der integrierten Halbleitereinrich- 
tung, und einer Verbindungszwischenverbindung zum 
elektrischen Verbinden des Kontaktblocks und der HQ- 
gelelektrode, enthalt die integrierte Halbleitereinrich- 
tung eine Mehrzahl von Speichermatten und eine Ma- 
io sterperipherschaltung zum Teilen der Mehrzahl von 
Speichermatten und unabhangigen Steuern jeder Spei- 
chermatte. Diese Speichermatte enthalt eine Mehrzahl 
von Speicherarrays und eine lokale Peripherschaltung 
zum Teilen der Mehrzahl von Speicherarrays und unab- 
15 hangigen Steuern jeden Speicherarrays. 

Bei einer Halbleiterverkappung gemaB einem ande- 
ren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist zur Verbin- 
dung mit einem AuBenanschluB, wie beispielsweise mit 
dem einer CSP-Struktur und einer BGA-Struktur, eine 
20 HQgelelektrode vorgesehen. Die HQgelelektrode kann 
Qber der ganzen Oberflache des Halbleiterchips ange- 
ordnet seia Dies verhindert eine Zunahme der Gr6Be 
der Halbleiterverkappung, wie beispielsweise einer 
QFP, und verhindert die Erzeugung einer groBen Kapa- 
25 zitat zwischen den Leitungen, selbst in dem Fall, in dem 
auf einer Halbleiterverkappung hierarchische und hoch- 
integrierte Speicher angebracht sind. 

Die vorstehenden und andere Aufgaben, Merkmale, 
Aspekte und Vorteile der vorliegenden Erfindung wer- 
30 den aus der folgenden detaillierten Beschreibung der 
vorliegenden Erfindung augenscheinlicher werden, 
wenn diese in Verbindung mit den beigefQgten Zeich- 
nungen zur Kenntnis genommen wird. 
Von den Figuren zeigen: 
35 Fig. 1 und 2 jeweils eine Draufsicht einer Halbleiter- 
verkappung entsprechend gemaB einer ersten und einer 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 
Fig. 3 eine Teiischnittansicht einer allgeraeirien CSP; 
Fig, 4 eine Teiischnittansicht einer Halbleiterverkap- 
40 pung gemaB einer dritten AusfQhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 5 eine Draufsicht, die eine Halbleiterverkappung 
gemaB einer vierten AusfQhrungsform der vorliegenden 
Erfindung zeigt; 
45 Fig. 6 eine schematische Draufsicht der vergrdBert 
dargestellten Matte der Fig. 5; 

Fig. 7 ein Blockschaltbild, das die Verbindung eines 
HQgelkontaktblocks mit einer lokalen Peripherschal- 
tung zeigt; 

50 Fig. 8 eine Darstellung eines Beispiels eines Adres- 
sensetzens und einer Haltegrenze; 

Fig. 9 eine schematische Draufsicht, die einen vergrd- 
Berten Mattenabschnitt der Fig. 5 zeigt; 
Fig. 10 erne Teiischnittansicht einer auf verschiede- 
55 nen Schichten gebildeten Rahmenzwischenverbin- 
dungsschicht; 

Fig. 11 eine schematische Perspektivansicht der 
Struktur einer Rahmenzwischenverbindungsschicht, die 
in einer sogenannten Uhterkreuzungsart gebildet ist; 
60 Fig. 12 eine Teiischnittansicht, die die Struktur einer 
in der sogenannten Unterkreuzungsart gebildeten Rah- 
menzwischenverbindungsschicht zeigt; 

Fig. 13 eine schematische Draufsicht, die eine Vergrd- 
Berung einer Matte einer Halbleiterverkappung gemaB 
65 einer fQnften Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung zeigt; 

Fig. 14 ein Blockschaltbild zum Beschreiben einer 
Mattenwahlfunktion; 
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Fig. 15 eine Draufsicht die die Struktur einer Rah- 
menzwischenverbindung einer Halbleiterverkappung 
gemaB einer siebenten AusfQhrungsform der vorliegen- 
den Erfindung schematisch zeigt; 

Fig. 16 eine Teildraufsicht, welche den P-Abschnitt 
der Fig. 15 vergr6Bert darstellt; 

Fig. 17 eine Teildraufsicht, die einen mit einer Abtast- 
verstarkerstromversorgungsleitung elektrisch verbun- 
denen HOgelkontaktblock zeigt; 

Fig. 18 eine schematische Draufsicht, die eine Anord- 
nung von Bondkontaktbl6cken in einer Halbleiterver- 
kappung gemaB einer achten Ausf uhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 19 ein Blockschaltbild zum Beschreiben eines 
Ab tast- B IST-Tests einer Halbleiterverkappung gemaB 
der achten AusfOhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung; 

Fig. 20 eine schematische Draufsicht, die die Anord- 
nung eines HOgelkontaktblocks bei einer Halbleiterver- 
kappung gemaB einer elf ten AusfOhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung zeigt; 

Fig. 21 ein Blockschaltbild zum Beschreiben des Un- 
terschiedes des Zugriffspfades zwischen einem Normal- 
betrieb und einem Testbetrieb, wenn ein Testmodus 
aufgenommen ist; 

Fig. 22 ein Blockschaltbild, das die Verbindung einer 
Vergleichseinrichtungmit einer Matte zeigt; 

Fig. 23 eine Schnittansicht einer Halbleiterverkap- 
pung mit einer BGA-Struktur gem&B einer dreizehnten 
AusfOhrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 24 eine Perspektivansicht jeder leitenden 
Schicht, die eine Leiterplatte 105 biidet; 

Fig. 25 eine Schnittansicht einer Leiterplatte; 

Fig. 26 eine Draufsicht des Layouts eines in der Halb- 
leiterverkappung der dreizehnten AusfQhrungsform 
eingebauten Halbleiterchips; 

Fig* 27 eine Darstellung, welche beschreibt, daB auf 
der obersten Schicht in einem Chip die Zwischenverbin- 
dung zum Verbinden eines Kontaktblocks und einer lo- 
kalen Peripherschaltung gebildet ist; 

Flg« 28 eine Draufsicht, welche eine Anordnung von 
Lothflgeln insbesondere bei der Halbleiterverkappung 
der dreizehnten AusfOhrungsform schematisch zeigt; 

Fig. 29 eine Schnittansicht eines Lothflgels, der mit 
einem Kontaktblock elektrisch verbunden ist; 

Fig. 30 eine Perspektivansicht, welche die Struktur. 
einer allgemeinen CSP zeigt; und 

Fig. 31 eine Draufsicht, welche die Struktur einer all- 
gemeinen CSP zeigt 

Die erste Ausf Uhrungsform 

Als Halbleiterverkappung gemaB einer ersten Aus- 
fQhrungsform der vorliegenden Erfindung wird nachste- 
hend eine DRAM-Verkappung mit der CSP-Struktur 
beschrieben, /welche eine HOgelelektrode aufweist, die 
in Anbetracht einer auf einer Unterschicht gebildeten 
Abtastverstarkerschaltung angeordnet ist 

Im allgemeinen ist eine Abtastverstarkerschaltung ei- 
nes DRAM eine zerbrechliche Schaltung, die SchaJ- 
tungscharakteristiken aufweist, die gemaB einem aufle- 
ren Faktor, wie beispielsweise einer wahrend der Her- 
stellung und wahrend der Verwehdung ausgeObten me- 
chanischen Spannung, leicht verandert werden. Das 
Vorsehen einer Abtastverstarkerschaltung genau unter 
einer HOgelelektrode muB vermieden werden, da auf 
die HOgelelektrode eine mechanische Spannung ausge- 
Qbt wird, wenn die HOgelelektrode gebildet wird und 



wenn die HOgelelektrode auf die Leiterplatte montiert 
wird. 

Fig. 1 zeigt die Lagebeziehung einer Abtastverstar- 
kerschaltung und einer HOgelelektrode einer DRAM- 
5 Verkappung mit CSP-Struktur. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist auf einer Haupt- 
oberflache eines Halbleiterchips 1 eine Mehrzahl von 
Kontaktbldcken 2 vorgesehen, die mit verschiedenen in 
dem Halbleiterchip t aufgenommenen Eingangs/Aus- 

io gangsanschlOssen verbunden sind. Eine Struktur zur 
Verbindung mit der AuBenwelt, die gebildet ist aus ei- 
nem Kontaktblock 2, einer HOgelelektrode 4 zur Ver- 
bindung mit der Leiterplatte, und einer den Kontakt- 
block 2 und die HOgelelektrode 4 verbindenden Verbin- 

15 dungszwischenverbindung 3 (nachstehend als "externe 
Zwischenverbindungseinheit" bezeichnet), ist in einer 
Mehrzahl von Stufen in zwei zueinander parallelen Rei- 
hen vorgesehen. 
Hier enthalt der Halbleiterchip 1 eine Abtastverstar- 

26 kerschaltung. Das Gebiet in dem die Abtastverstarker- 
schaltung vorgesehen ist, wird als Abtastverstarkergeb- 
iet SR bezeichnet Das Gebiet, in dem eine Speicherzelle 
vorgesehen ist, wird als Speicherzellgebiet MR bezeich- 
net Obwohl das Abtastverstarkergebiet SR und das 

25 Speicherzellgebiet MR mit einer Isolationsschicht oder 
dergleichen bedeckt sind und nicht gesehen werden 
kdnnen, sind zur Vereinfachung ihre Lagen mittels 
durchgehender Linien angezeigt 
Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die HOgelelektrode 4 nicht 

30 Ober dem Abtastverstarkergebiet SR vorgesehea Die 
HOgelelektrode 4 ist hauptsachlich in dem Speicherzell- 
gebiet MR gebildet Der Kontaktblock 2 ist auf einem 
sich von dem Abtastverstarkergebiet SR unterscheiden- 
den Gebiet gebildet 

35 Da an einer willkOrlichen Stelle auf einem sich von 
dem Abtastverstarkergebiet SR unterscheidenden Ge- 
biet die HOgelelektrode 4 gebildet ist und die Verbin- 
dungszwischenverbindung 3 so angeordnet ist, daB sie 
mittels Photolithographic einen willkOrlichen Pfad an- 

40 nimmt, kann eine Struktur erhalten werden, wie in Fig. 1 
gezeigt 

Da der Abtastverstarker eine aus einem Paar von 
Transistoren gebildete Schaltung ist, die eine kleine Po- 
tentialdifferenz zwischen Bitleitungen abtastet und ver- 

45 starkt verhindert diese Struktur eine Unausgeglichen- 
heit der Betriebscharakteristiken des Transistorpaares, 
welche durch eine auf ihn ausgeObte mechanische Span- 
nung verursacht wird. Daher kann eine Verschlechte- 
rung des Abtastbetriebs verhindern werden. 

so Dasselbe trifft auf den Fall zu, in dem der Halbleiter- 
chip 1 eine Schaltung, die mit einem kleinen Strom ar- 
beitet zum Beispiel eine Analogschaltung wie eine 
Stromspiegelschaltung, die eine Konstantstromquelle 
ist, enthalt Es ist eine Struktur vorgesehen, bei welcher 

55 die HOgelelektrode 4 nicht auf einem Gebiet gebildet ist, 
in dem eine Analogschaltung gebildet ist 

Die zweite AusfOhrungsform 

60 Ein Beispiel einer CSP, die das Merkmal ausnutzt, daB 
an willkOrlichen Stellen auf einem Halbleiterchip ein 
Kontaktblock, eine Verbindungszwischenverbindung 
und eine HOgelelektrode vorgesehen sein kdnnen, wird 
als Halbleiterverkappung einer zweiten AusfQhrungs- 

65 form nachstehend beschrieben. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist auf einer Haupt- 
oberflache eines Halbleiterchips 1 ein Kontaktblock 2 
gebildet, der mit verschiedenen in dem Halbleiterchip 1 
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eingebauten Eingangs/AusgangsanschlOssen verbunden 
ist Eine externe Zwischenverbindungseinheit, die einen 
Kontaktblock 2, eine HUgelelektrode 4 zur Verbindung 
mit der Leiterplatte und eine Verbindungszwischen ver- 
bindung 3 zur Verbindung zwischen dem Kontaktblock 
2 und der HQgeleiektrode 4 enthait, ist in einer Mehr- 
zahl von Stufen in zwei zueinander parallelen Reihen 
vorgesehen. Eine Stromversorgungszwischenverbin- 
dung PL ist netzartig vorgesehen, so daB sie jede exter- 
ne Zwischenverbindungseinheit umgibt 

In Fig, 2 ist die Netzzwischenverbindung geteilt in ein 
Netz, das mit einem eine Stromversorgungsspannung 
liefernden Stromversorgungspotentialkontaktblock 
Vcc verbunden ist, und ein Netz, das mit einem Masse- 
potentialkontaktblock Vss eines Stromversorgungspo- 
tentials verbunden ist Da die Stromversorgungszwi- 
schenverbindung PL unter Ausnutzung jenes Merkmais 
der CSP, daB mittels Photolithographic ein willkQrlicher 
Zwischenverbindungspfad gebildet werden kann, vor- 
gesehen ist, kdnnen der Zwischenraum und die Struktur 
des Netzes willkQrlich festgesetzt sein. 

Die verschiedenen innerhalb des Halbleiterchips 1 
eingebauten Eingangs/AusgangsanschlQsse sind durch 
das EinschlieBen jeder externen Zwischenverbindungs- 
einheit mit der Stromversorgungszwischenverbindung 
PL elektrisch abgeschirmt Daher kann zwischen be- 
nachbarten Taktanschlussen das Rauschen verkleinert 
werden. 

Es ist aus Fig. 2 zu erkennen, daB aufgrund einer kOr- 
zeren Zwischeriverbindung 3 durch Bilden der HQgel- 
elektrode 4 in der Nahe des Kontaktblocks 2 die Lei- 
tungsinduktivitat verkleinert werden kann. Daher kann 
das Problem des Abfragens eines Datenausgangsan- 
schlusses verbessert werden. 

Durch das Bilden der Stromversorgungszwischenver- 
bindung PL in einer netzartigen Weise kdnnen an geeig- 
neten Stellen auf dem Halbleiterchip 1 der Stromversor- 
gungskontaktblock Vcc und der Massepotentialkon- 
taktblock Vss vorgesehen werden. Iin Ergebnis kann die 
Stromversorgungsimpedanz auf dem Halbleiterchip 1 
verkleinert werden. Daher kann bei einer Struktur mit 
einer groBen Strom versorgungsbelastung wie beispiels- 
weise bei einem Vielchipmodul, bei dem auf einer Lei- 
terplatte eine Mehrzahl von Halbleiterverkappungen 
angebracht ist, die Belastung der Stromversorgung ver- 
kleinert werden. 

Obwohl bei der Struktur der Fig. 2 alle externen Zwi- 
schenverbindungseinheiten auf dem Halbleiterchip 1 
von der Stromversorgungszwischenverbindung PL urn- 
geben sind, ist es nicht notwendig, alle externen Zwi- 
schenverbindungseinheiten mit der Stromversorgungs- 
zwischenverbindung PL zu umgeben. Zum Beispiel kdn- 
nen nur diejenigen externen Zwischen verbindungsein- 
heiten von der Stromversorgungszwischenverbindung 
PL selektiv umgeben sein, welche mit einem Taktan- 
schluB, einem Dateneingangs/DatenausgangsanschluB, 
einem ReferenzspannuhgsanschluB und dergleichen 
verbunden sind 

Ferner ist die Erfindung nicht auf die vorliegende 
Ausfuhrungsform beschrankt, bei welcher die Strom- 
versorgungszwischenverbindung PL mit der Netzstruk- 
tur sowohl mit dem Stromversorgungspotentialkon- 
taktblock Vcc als auch mit dem Massepotentialkontakt- 
block Vss verbunden ist Die Stromversorgungszwi- 
schenverbindung PL kann mit nur einem der Kontakt- 
bldcke Vcc und Vss verbunden sein. 



Die dritte AusfUhrungsform 

Im Unterschied zu der Halbleiterverkappung der er- 
steh Ausf Qhrungsform, die ein DRAM mit CSP-Struktur 
5 beschreibt, bei welchem die HQgeleiektrode nicht Qber 
der Abtastverstarkerschaltung angeordnet ist, um die 
wahrend der Bildung der HQgeleiektrode und wahrend 
des Verbindens der HQgeleiektrode und der Leiterplat- 
te auf die HQgeleiektrode ausgeObte mechanische Span- 

io nung zu berucksichtigen, weist eine Halbleiterverkap- 
pung der vorliegenden dritten AusfQhrungsform eine 
CSP-Struktur auf, bei der die mechanische Spannung 
verkleinert werden kann. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 3 ist auf einem Substrat 1, 

15 in dem eine integrierte Halbleitereinrichtung und der- 
gleichen gebildet sind, ein Kontaktblock 2 vorgesehen. 
Uber dem Ganzen ist ein Passivierungsfilm 6 gebildet, 
so daB er den Kontaktblock 2 bedeck^ 

Der Passivierungsfilm 6 ist auf einer Hauptoberflache 

20 des Kontaktblocks 2 teilweise nicht vorhanden. Eine 
Verbindungszwischenverbindung 3 ist so vorgesehen, 
daB sie mit der Hauptoberflache des Kontaktblocks 2 in 
Kontakt kommt Die Verbindungszwischenverbindung 
3 ist so vorgesehen, daB sie aus der Hauptoberflache des 

25 Kontaktblocks 2 auf die Oberflache des Passivierungs- 
films 6 in einer vorbestimmten Richtung verlauft Ein als 
Zwischenschichtisolationsfilm dienendes Polyimidharz 
7 ist auf der Hauptoberflache des Passivierungsfilms 6 
gebildet, so daB es die Verbindungszwischenverbindung 

30 3 bedeckt Ein Formharz (Epoxidharz) 5 ist Qber der 
ganzen Hauptoberflache des Polyimidharzes 7 gebildet 
Es ist ein Gebiet auf der Verbindungszwischenverbin- 
dung 3 vorhanden, das kein Polyimidharz 7 und kein 
Formharz 5 aufweist, die auf ihm gebildet sind. Eine 

35 HQgeleiektrode 4 ist in diesem Gebiet mit einer Barrie- 
renmetallschicht dazwischen vorgesehen. 

Bei der CSP mit der vorstehend beschriebenen Struk- 
tur wird auf den Halbleiterchip genau unter der HQgel- 
eiektrode 4 wahrend der Bildung der HQgeleiektrode 4 

40 und wahrend des Montierens der HQgeleiektrode 4 auf 
die Leiterplatte eine mechanische Spannung ausgeQbt 
Es ist allgemein bekannt, daB zum Beispiel in einer in 
einem Halbleiterchip vorgesehenen Halbleitereinrich- 
tung die Transistorcharakteristik geandert und ein 

45 Leckstrom verursacht wird, wenn auf sie eine Spannung 
ausgeQbt wird. 

Fig. 4 zeigt eine Teilschnittansicht einer CSP, welche 
einen Pufferbelag genau unter der HQgeleiektrode 4 
zum Vermindern der Spannung enthait 

so Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist eine Puf ferschicht 8, 
die ein Spannungsverminderungsmaterial ist, zwischen 
einer Verbindungszwischenverbindung 3 und einem 
Passivierungsfilm 6 genau unter einer HQgeleiektrode 4 
selektiv vorgesehen. Die Qbrige Struktur ist der allge- 

55 meinen CSP ahniich, die in Fig. 3 gezeigt ist Die ent- 
sprechenden Teile haben dieselbeh zugewiesenen Be- 
zugszeichen, und ihre Beschreibung wird anderweitig 
nicht wiederholt ^ 
Die Puf ferschicht 8 ist aus einem Material wie bei- 

60 spielsweise Polyimidharz oder dergleichen gebildet Im 
AnschluB an das Auftragen des Polyimidharzes Qber 
dem ganzen Passivierungsfilm 6 mittels Schleuderbe- 
schichtens wird die Pufferschicht 8 mittels Photolitho- 
graphie selektiv gebildet 

65 Ahniich wie die Verbindungszwischenverbindung 3 
und der Kontaktblock 2 kann daher die Pufferschicht 8 
an einer willkQrlichen Stelle vorgesehen werden. 

Durch das Vorhandensein der Pufferschicht 8 wird 
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wahrend der Bildung der HGgelelektrode 4 und wfih- 
rend des Anbringens der HQgelelektrode 4 auf der Lei- 
terpiatte die auf den Halbleiterchip 1 genau unter der 
HQgelelektrode 4 ausgeubte mechanische Spannung 
vermindert Daher kann eine durch diese mechanische 5 
Spannung verursachte Verschlechterung der Halblei- 
tereinrichtungscharakteristiken verhindert werden. 

Durch das Verwenden der vorstehend beschriebenen 
CSP, die die Pufferschicht 8 enthalt, bei der ersten Aus- 
fQhrungsform der Fig. 1 kann die Abtastverstarker- 10 
schaltung geschQtzt werden, derart daB die auf die Ab- 
tastverstarkerschaltung ausgeGbte Spannung weiter 
verkleinert wird. 

Daher kann eine Anderung der Schaltungscharakteri- 
stiken verhindert werden. 15 

Ferner kann durch das Verwenden der vorliegenden 
die Pufferschicht 8 enthaitenden CSP bei der zweiten 
AusfQhrungsform der Fig. 2 die Mttglichkeit einer auf 
eine darunterliegende Halbleitereinrichtung ausgeub- 
ten mechanischen Spannung verkleinert werdea Daher 20 
wird der Freiheitsgrad beim Anordnen der Htigeleiek- 
trode vergr6Bert, so daB eine Stromversorgungszwi- 
schenverbindung mit einem komplizierteren Niveau er- 
laubt ist 

25 

Die vierte AusfQhrungsform 

Fig. 5 zeigt eine Chipansicht eines eine hierarchische 
Struktur aufweisenden DRAM mit groBer Kapazitat 
Fig. 6 ist eine VergrdBerung der oberen linken Matte 30 
(Schraf furabschnitt) der Fig. 5. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 5 und 6 enthalt ein 
Halbleiterchip 1 beispielsweise vier Matten 12 und eine 
jede Matte 12 steuernde Masterperipherschaltung 11. 
Die Masterperipherschaltung 11 ist zwischen jeder 35 
Matte 12 kreuzweise angeordnet Jede Matte 12 enthalt 
ein Speicherarray 14 und eine lokale Peripherschaltung 
13 zum Steuern eines entsprechenden Speicherarrays 
14. 

Eine Eingangspufferschaltung (nicht dargestellt) ist 40 
innerhalb des Gebietes gebildet, in dem die Masterperi- 
pherschaltung 11 gebildet ist Ein HQgelkontaktblock 4 
zum Eingang ist so vorgesehen, dafl er mit der Eingangs- 
pufferschaltung mittels eines Kontaktblocks,und einer 
Rahmenzwischenverbindung (nicht dargestellt) elek- 45 
trisch verbunden ist Dieser EingangshQgelkontaktblock 
4 ist auf einem Gebiet in der Nahe der Eingangspuffer- 
schaltung gebildet 

Wie in Fig. 7 gezeigt, ist der HQgelkontaktblock 4 mit 
einer Eingangssignalpegelumwandlungsschaltung 11a 50 
innerhalb einer Masterperipherschaitung mittels einer 
Eingangspufferschaltung verbunden- Die Eingangssi- 
gnalpegelumwandiungsschaltung 11a und die lokale Pe- 
ripherschaltung 13 in jeder Matte sind durch eine auf 
einer Hauptoberfiache jeden Halbleiterchips 1 gebilde- 55 
te Rahmenzwischenverbindung 3 elektrisch verbunden. 

Es ist anzumerken, daB der EingangshQgelkontakt- 
block 4 direkt mit einem Kontaktblock ohne Rahmen- 
zwischenverbindung verbunden sein kann. 

In Fig. 6 ist in demjenigen Gebiet eine Ausgangspuf- 60 
ferschaltung (nicht dargestellt) vorgesehen, in welchem 
die lokale Peripherschaltung 13 gebildet ist Ein HQgel- 
kontaktblock 4 zum Ausgang ist mit dieser Ausgangs- 
pufferschaltung mittels des Kontaktblocks 2 und der 
Rahmenzwischenverbindung 3 elektrisch verbunden. 65 
Dieser AusgangshQgelkontaktblpck 4 ist auf einem Ge- 
biet in der Nahe der Ausgangspuf ferschaltung gebildet 

Der AusgangshQgelkontaktblock 4 kann auch mit 
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dem Kontaktblock 2 ohne Rahmenzwischenverbindung 
3 direkt verbunden sein. 

Die SignalQbertragung in dieser Halbleiterverkap- 
pung wird nachstehend beschrieben. 

Ein von auBen angelegtes Eingangssignal ist in dem in 
der Masterperipherschaltung 11 angeordneten Ein- 
gangshQgelkontaktblock 4 vorgesehen. Dieses Ein- 
gangssignal ist an die Eingangssignalpegelumwand- 
lungsschaltung 11a mittels der Eingangspufferschaltung 
in der Masterperipherschaltung 11 angelegt Das Ein- 
gangssignal wird umgewandelt in ein Signal mit einem 
internen Stromversorgungspegel, der in jede Matte 12 
als Mastersignal durch die (der Verdrahtung bei einer 
gewdhnlichen Verkappung entsprechende) Rahmen- 
zwischenverbindung 3 der CSP hindurch zu Qbertragen 
ist 

Dieses Mastersignal wird an die in der Nahe des Zen- 
trums jeder Matte 12 angeordnete lokale Peripherschal- 
tung 13 angelegt Dann wird das Signal mittels der loka- 
len Peripherschaltung an ein Speicherarray 14 angelegt. 

Die aus dem Speicherarray 14 jeder Matte 12 vorge- 
sehenen Daten werden in die in der lokalen Peripher- 
schaltung 13 jeder Matte 12 angeordnete Ausgangspuf - 
ferschaltung mittels ernes kurzen Datenbusses ubertra- 
gen. Die Ausgangsdaten werden mittels des auf einem 
Gebiet in der Nahe des Speicherarrays 14 auf jeder 
lokalen Peripherschaltung angeordneten AusgangshQ- 
gelkontaktblocks 4 ausgegeben. 

Eine HQgelelektrode 4 ist gemaB der vorliegenden 
AusfQhrungsform auf einem Gebiet in der Nahe einer 
Eingangspufferschaltung oder einer Ausgangspuffer- 
schaltung, die zu verbinderi ist, vorgesehen. Daher kann 
der Zwischenverbindungspfad aus dem HQgelkontakt- 
block 4 in die Eingangspufferschaltung oder die Aus- 
gangspufferschaltung verkleinert werden. Daher kann 
eine Verzdgerung bei der SignalQbertragung zwischen 
dem HQgelkontaktblock 4 und der Eingangs- Oder der 
Ausgangspufferschaltung verhindert werden. Daher 
kann ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb aufrechterhal- 
ten werden, selbst wenn die Kapazitat eines Halbleiter- 
speichers vergrSBert wird 

Da der Zwischenverbindungspfad verkQrzt wird, kon- 
nen auch das Adressensetzen und die Haltegrenze ver- 
bessert werden. Dies wird nachstehend detailliert be- 
schrieben werden. 

Fig. 8 erlautet beispielhaft eine Setzzeit und eine Hal- 
tezeit eines Adressensignals, das fQr ein externes Steu- 
ersignal bei einem Datenauslesebetrieb benotigt wird. 
In einem DRAM sind ein Zeilenadressensignal und ein 
Spaltenadiressensignal in Zeitteilungsart vorgesehen. 
Hier wird nur das Zeilenadressensignal beschrieben. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 8 ist fQr ein Adressensi- 
gnal eine vor dem RAS vorgesehene Zeilenadressen- 
setzzeit t2 festgelegt, um einen festgestellten Zustand 
fQr das Zeilenadressensignal vor einer Abnahme eines 
Zeilenadressenstrobesignals /RAS zu erreichen. Zum 
Aufrechterhalten des Zeilenadressensignals nach einer 
Abnahme des externen Zeilenadressenstrobesignals 
/RAS ist auch eine nach dem RAS vorgesehene Zeilen- 
adressenhaltezeit t4 festgelegt Ein interner Zeilenwahl- 
betrieb wird in dem DRAM nach dem Verstreichen die- 
ser nach dem RAS vorgesehenen Zeilenadressenhalte- 
zeit u aufgenommen. 

Da bei der vorliegenden AusfQhrungsform der Zwi- 
schenverbindungspfad zwischen der HGgelelektrode 
und der Eingangs/Ausgangspufferschaltung verkQrzt 
werden kann, wird die SignalQbertragung um eine Zeit 
T verringert Mit anderen Worten, die Abnahme des 
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Zeilenadressenstrobesignals /RAS ist urn die Zeit T vor- 
geschoben. Daher wird die vor dem RAS vorgesehene 
Zeilenadressensetzzeit t2 auf eine Zeit ti verschoben. 
Mit anderen Worten, die Setzzeit wird verkleinert Fer- 
ner wird die nach dem RAS vorgesehene Zeilenadres- 
senhaltezeit U auf eine Zeit t3 verschoben. Dies bedeu- 
tet, daB die Grenze der Haltezeit vergr6Bert wird 

Bei der vorliegenden AusfOhrungsform kann auf der 
lokalen Peripherschaltung 13 der Ausgangshugelkon- 
taktblock 4 angeordnet sein. Daher kann innerhalb der 
lokalen Peripherschaltung 13 in der Nahe des Speicher- 
arrays 14 die mit dem Ausgangshugelkontaktblock 4 
elektrisch verbundene Ausgangspufferschaltung ange- 
ordnet sein. Daher werden die aus dem Speicherarray 
14 jeder Matte 12 ausgelesenen Daten in den sich in der 
Nahe befindenden Ausgangspuffer mittels eines Daten- 
busses 16 Gbertragen, wie in Fig. 9 gezeigt Daher wird 
ein Zugriff beschleunigt urid die Phasenverschiebung 
jeden Datensignals, das heiBt die Datenverzerrung, ver- 
kleinert Da bei einer Vielbitstruktur der Datenbus 16 
verkOrzt werden kann, wird der Zugriff nicht ver- 
schlechtert, selbst wenn die Anzahl von Bits vergrdBert 
wird. 

Jede der Mehrzahl von Matten 12 ist bezttglich des 
EingangshOgelkontaktblocks 4, der auf einem Gebiet 
vorgesehen ist, in dem die Masterperipherschaltung 11 
gebildet ist, symmetrisch angeordnet Jede aus dem Ein- 
gangshOgelkontaktblock 4 zu der lokalen Peripher- 
schaltung 13 jeder Matte 12 hin verlaufende Zwischen- 
verbindung (die die Rahmenzwischenverbindung 3 ent- 
halt) ist bezOglich des EingangshOgelkontaktblocks 4 
symmetrisch. Insbesondere ist die Obertragungsentfer- 
nung eines aus der EingangshQgelelektrode 4 in jede der 
Mehrzahl von Matten 12 eingegebenen Signals im we- 
sentlichen identiscti. Daher kann die Phasenverschie- 
bung des aus demselben Eingangshugelkontaktblock 4 
in jede Matte 12 vorgesehenen Signals, das heiBt die 
Verzerrung, sehr stark verkleinert werden. Die Steue- 
rung aller Matten 12 aus der Masterperipherschaltung 
1 1 kann vollkommen gleich gemacht sein. 

Das meiste der Verbindung zwischen der Masterperi- 
pherschaltung 11 und der lokalen Peripherschaltung 13 
ist durch die Rahmenzwischenverbindung 3 verwirk- 
licht Die Rahmenzwischenverbindung 3 ist auf der 
Hauptoberflache des Halbleiterchips 1 gebildet Da auf 
der Hauptoberflache des Halbleiterchips 1 keine Ele- 
mente oder Schaltungen gebildet sind, kann fflr die Rah- 
menzwischenverbindung 3 eine groBe Leitungsbreite 
gesichert werden. Ferner kann ein zur Zwischenverbin- 
dung geeignetes Material gewahlt werden, da die Be- 
schrankung bezuglich des Materials der Rahmenzwi- 
schenverbindung schwach ist Daher kann die Impedanz 
der Rahmenzwischenverbindung 3 so festgesetzt wer- 
den, daB sie kleiner als diejenige einer innerhalb des 
Halbleiterchips gebildeten Zwischenverbindung ist Ein 
Signal kann aus der Masterperipherschaltung 11 in die 
lokale Peripherschaltung 13 jeder Matte 12 mit einer 
sehr kleinen Verz6gerungszeit Qbertragen werden. Fer- 
ner kann die Zeitkonstante bedeutend verkleinert wer- 
den, da die Masterperipherschaltung 1 1 und die lokale 
Peripherschaltung 13 mittels der Rahmenzwischenver- 
bindung 3 elektrisch verbunden sind. 

Es gibt Falle, in denen in Fig. 5 die Rahmenzwischen- 
verbindungen 3 einander kreuzen. Die Isolation jeder 
Rahmenzwischenverbindung wird durch die in den 
Fig. 10, 11 und 12 gezeigte Struktur gesichert Diese 
Struktur wird nachstehend detailliert beschrieben wer- 
den. 



Unter Bezugnahme auf Fig. 10 ist auf einer Rahmen- 
zwischenverbindung 3b einer unteren Schicht eine sich 
auf einer oberen Schicht befindende Rahmenzwischen- 
verbindung 3c mit einem Polyimidharz 7a dazwischen 
5 gebildet Die Isolation der beiden Schichten der Rah- 
menzwischenverbindungen 3b und 3c kann durch Bilden 
der Rahmenzwischenverbindungen 3b und 3c in ver- 
schiedenen Schichten beibehalten werden, selbst wenn 
sie einander in einer Ebene kreuzen. 

io Die Rahmenzwischenverbindung 3c ist mit einem Po- 
lyimidharz 7b bedeckt 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 11 und 12 haben die 
beiden Rahmenzwischenverbindungen 3b und 3c eine 
Unterkreuzungsstruktur an der Kreuzung der Rahmen- 

15 zwischenverbindungen 3b und 3c. Insbesondere ist an 
der Kreuzung der Rahmenzwischenverbindungen 3b 
und 3c die eine Rahmenzwischenverbindung 3b elek- 
trisch verbunden mit einer Zwischenverbindungsschicht 
2a in dem Chip und verlauft die Zwischenverbindungs- 

20 schicht 2a unter der anderen Rahmenzwischenverbin- 
dung 3a Aufgrund dieser Unterkreuzungsstruktur wird 
die Isolation der beiden Rahmenzwischenverbindungen 
3b und 3c aufrechterhalten, selbst wenn sie vom Stand- 
punkt einer Draufsicht einander kreuzen. 

25 Die Qbrige Struktur der Fig* 10, 1 1 und 12 ist derjeni- 
gen ahnlich, welche in den Fig. 3 und 4 gezeigt ist Daher 
weisen die entsprechenden Teile dieselben zugewiese- 
nen Bezugszeichen auf und wird ihre Beschreibung hier 
nicht anderweitig wiederholt 
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Die funf te AusfOhrungsform 



Wie in Fig. 13 gezeigt, weist jede Matte 12 eine 
Stromversorgung liefernde HQgelkontaktbldcke 4c— 4e 

35 auf, die sich an willkQrlichen Stellen befinden, da es auf- 
grund der CSP-Struktur keine Beschrankung bei der 
Anordnung der HQgelkontaktbldcke 4 gibt 

Daher kann jeder der die Stromversorgung in eine 
lokale Peripherschaltung 13 und eine Ausgangspuffer- 

40 schaltung in jeder Matte 12 liefernden Stromversor- 
gungskontaktblocke 4c— 4e auf einem Gebiet in der 
Nahe der Ausgangspufferschaltung und der lokalen Pe- 
ripherschaltung angeordnet sein. Im Ergebnis kann der 
Zwischenverbindungspfad zwischen den Stromversor- 

45 gungskontaktblocken 4c— 4e und der Ausgangspuffer- 
schaltung oder der lokalen Peripherschaltung, die mit 
ihnen verbunden sind, verkurzt werden. Somit kann eine 
stabile Stromquelle mit kleiner Impedanz mit kleinem 
Rauschen verwirklicht werden. 
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Die sechste AusfOhrungsform 



Fig. 14 ist ein Steuerblockschaltbild, bei dem als Mat- 
tenwahlfunktion ein Decodierer verwendet wird. Unter 

55 Bezugnahme auf Fig. 14 ist im Gebiet einer Masterperi- 
pherschaltung bei der vorliegenden AusfOhrungsform 
ein Decodierer 22 als Mattenwahlfunktion vorgesehen. 
Ein Mattenwahlsignal MS wird mittels einer Eingangs- 
pufferschaltung 21 in den Decodierer 22 geliefert Jede 

60 von Matten Ml, M2, M3 und M4 wird durch eine Kom- 
binadon des Eingangssignals MS gewahlt 

Eirie beliebige der Matten Ml, M2, M3 und M4 kann 
durch die Mattenwahlfunktion 22 gewahlt werden. 
Ferner kann eine ^Combination der Matten Ml, M2, 

es M3 und M4 gewahlt werden. Insbesondere kann durch 
willkQrliches Setzen von zwei 512-MDRAMs oder vier 
256-MDRAMs mit der Mattenwahlfunktion 22 eine ver- 
anderliche Speicherkonfiguration erreicht werden. Das 



DE 196 

19 

heiBt, die Speicherstruktur kann aus einem Modul gebil- 
det sein, der eine veranderliche Bitgrdfle hat 

In die lokale Peripherschaltung einer Matte, die mit- 
tels der Mattenwahlfunktion 22 nicht gewahlt ist, ist die 
Stromversorgung unterbrochen. Daher kann im Unter- 5 
schied zu dem Fall, in dem an eine nichtgewahlte Matte 
eine vorbestimmte Spannung angelegt ist, urn einen Be- 
reitschaftszustand zu setzen, der Verbrauchsstrom ver- 
kleinert werden. 

Die Mattenwahlfunktion 22 kann durch das Vorsehen 10 
des externen Mattenwahlsignals MS mittels eines HQ- 
gelkontaktblocks der CSP verwirklicht werden. Wenn 
der HQgelkontaktblock nicht vorgesehen ist, dann kann 
durch Vorsehen des Mattenwahlsignals MS in der auf 
dem Halbleiterchip der CSP gebildeten Rahmenzwi- 15 
schenverbindung die Mattenwahlfunktion gesteuert 
werden. 

Die siebente Ausfuhrungsform 

20 

Wie in dem ISSCC91 Digest of Technical Papers, Sei- 
ten 108—109, offenbart, kann durch Anordnen einer 
Abtastverstarkerstromversorgungsleitung des DRAM 
auf einem Speicherarray in einer netzartigen Weise die 
Stromversorgungsimpedanz verkleinert werden, urn ei- 25 
nen Hochgeschwindigkeitsabtastbetrieb zu verwirkli- 
chen. In diesem Fall wird fur die netzartig angeordnete 
Abtastverstarkerstromversorgungsleitung eine in dem 
Halbleiterchip gebildete Aiuminiumzwischenverbin- 
dung verwendet Ferner wird fur den Shunt einer Wort- 30 
leitung die Aluniinimzwischenverbindung einer unteren 
Schicht (einer ersten Schicht) und fOr die Abtastverstar- 
kerstrpmversorgungsleitung und die Spaltenausgangs- 
leitung die Aluminiiimzwischenverbindung einer obe- 
ren Schicht (einer zweiten Schicht) verwende t 35 

Da die Anzahl der Abtastverstarkerstromversor- 
gungsleitungen vergrflBert wird, wenn bei der vorste- 
hend beschriebenen Struktur die Integrationsdichte 
grdBer wird, wird der Leitungsabstand der Aluminium- 
zwischenverbindung der zweiten Schicht kritisch. Daher 40 
wird die Leitungsbreite der Abtastverstarkerstromver- 
sorgungsleitung kleiner, was eine Zunahme der Impe- 
danz und der Kapazit&t zwischen den Spaltenwahllei- 
tungen verursacht Im Ergebnis kommt eine Verzdge- 
rung bei der Signalubertragung vor. 45 

Fig. 15 ist eine Draufsicht, welche eine Anordnung 
der Rahmenzwischenverbindung in einer Halbleiterver- 
kappung gem&8 der siebenten Ausftihrungsform der 
vorliegenden Erfindung beispielhaft erlautert Fig. 16 
zeigt eine Anordnung der Rahmenzwischenverbindung 50 
und der Vcc- und der Vss-Stromversorgungsleitungen 
fur einen Abtastverstarker in dem P-Abschnitt der 
Fig. 15. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 15 und 16 sind eine in 
einem Halbleiterchip 1 gebildete Stromyersorgungslei- 55 
tung (Vcc-Zwischenverbindung und Vss- Zwischenver- 
bindung) und auf einer Hauptoberflache des Halbleiter- 
chips 1 gebildete Rahmenzwischenverbindungen 3f und 
3g netzartig angeordnet Die Rahmenzwischenverbin- 
dung 3f uhd die Vss-Zwischenverbindung sind an einem eo 
Kontakt 41 elektrisch verbundea Die Rahmenzwi- 
schenverbindung 3g und die Vcc-Zwischenverbindung 
sind an einem Kontakt 42 elektrisch verbunden. Die 
Rahmenzwischenverbindungen 3f und 3g sind mit ver- 
schiedenen HQgelkontaktbldcken 4 entsprechend ver- 65 
bunden. GemaB dieser Anordnung ist eine Steuerung so 
verwirklicht, daB an die Rahmenzwischenverbindung 3f 
ein Potential mit dem Vss-Pegel und an die Rahmenzwi- 
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schenverbindung 3g ein Potential mit dem Vcc-Pegel 
angelegt ist 

Die Stromversorgungsleitung (die Vcc- und die Vss- 
Zwischenverbindung) sind mit einem innerhalb eines 
Abtastverstarkergebiets 18 gebildeten Abtastverstar- 
ker 18a elektrisch verbunden. Das Abtastverstarkergeb- 
iet 18 ist so vorgesehen, daB es an das Speicherarray 14 
angrenzt 

Die Abtastverstarkerstromversorgungsleitung (Vcc- 
und Vss-Zwischenverbindung) ist unter Ausnutzung der 
Rahmenzwischenverbindung der CSP verstarkt. Die 
Rahmenzwischenverbindungen 3f und 3g sind auf einer 
Hauptoberflache eines Halbleiterchips 1 gebildet, und 
auf dem Halbleiterchip 1 sind keine Elemente gebildet. 
Daher ist der Freiheitsgrad der Anordnung der Rah- 
menzwischenverbindungen 3f und 3g im Vergleich zu 
demjenigen einer in dem Halbleiterchip 1 vorgesehenen 
Aluminiumzwischenverbindungsschicht und derglei- 
chen sehr groB. Daher kann eine Zunahme der Impe- 
danz der Rahmenzwischenverbindungsschicht unter- 
druckt werden, selbst wenn die Integrationsdichte grd- 
Ber wird. Ferner kann auch eine Zunahme der Kapazitat 
zwischen den Spaltenwahlleitungen unterdrfickt wer- 
den. 

Die H0gelkontaktbl6cke 4f und 4g k6nnen mit jeder 
Abtastverstarkerstromversorgungsleitung (Vss-Zwi- 
schenverbindung, Vcc-Zwischenverbindung) ohne das 
Vorsehen der Rahmenzwischenverbindung direkt ver- 
bunden sein, wie in Fig. 17 gezeigt Die Stromversor- 
gungsimpedanz kann weiter verkleinert werden, da die 
Rahmenzwischenverbindung weggelassen ist 

Die achte Ausffihrungsform 

Wenn ein WaferprozeB abgeschlossen ist, dann muB 
ohne Rahmenzwischenverbindung ein Wafertest ausge- 
fOhrt werden, da ein CSP-ProzeB nicht ausgefflhrt wird. 
Dieser Wafertest erfordert einen herkdmmlichen Bond- 
kontaktblock zum Sondieren. Doch das Vorsehen von 
Bondkontaktbldcken fttr alle Eingange, Ausgange und 
die Stromversorgung wird alle in den vorstehenden 
Ausftthrungsformen beschriebenen Vorzttge in Anbe- 
tracht der Chipflache eliminieren. 

Im Hinblick auf das vorstehende weist die vorliegen- 
de AusfQhrungsform eine Struktur auf, bei welcher mit 
einer minimalen Anzahl von Bondkontaktbldcken durch 
eine Kombination eines Abtasttests und eines bei der 
Logik verwendeten BIST (eines eingebauten Selbst- 
tests) das Wafertesten ausgef uhrt werden kann (Abtast- 
BIST-Test). Beim Wafertesten ist nur ein einfacher Test 
zum Funktionsbetriebstesten und ein DC-Testen auszu- 
fiihren und wird dasTesten eines kritischen Timings und 
dergleichen nicht ben&tigt 

Die Details des Abtasttestens sind zum Beispiel in 
Miron Abramovici et al, Digital System Testing and 
Testable Design (verlegt durch Computer Science Press, 
herausgegeben 1990) offenbart 

Was den BIST anbelangt, werden Details zum Bei- 
spiel beschrieben vori Yervant Zorian et aL, w An Effecti- 
ve BIST Scheme for Ring-Address Type FIFOs", Pro- 
ceedings of 1994 International Test Conference, Beitrag 
172, Seiten 378—387; Hiroki Koike et al, "A BIST 
SCHEME USING MICROPROGRAM ROM FOR 
LARGE CAPACITY MEMORIES", Proceedings of 
1990 International Test Conference, Beitrag 36.1, Seiten 
815—822; und T. Takeshima et al„ "A 55ns 16Mb 
DRAM", ISSCC89 Digest of Technical Papers, Band 32 
FAM 16.5, Seiten 246-247. 
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Unter Bezugnahme auf Fig. 18 kann durch wenig- schaltung jeder Matte mittels einer Rahmenzwischen- 

stens sechs Bondkontaktblocke 36 mit Vdd, Vss, Vddq, verbindung mit einer Masterperipherschaltung verbun- 

Vssq, TE und Q bei einem Abtast-BIST-Test gemaB der den ist, ist in einer Waferteststufe keine Rahmenzwi- 

vorliegenden Ausfiihrungsform das Wafertesten ausge- schenverbindung vorhanden. Daher muB eine Verbin- 

fflhrt werden. Hier sind Vdd und Vss Stromversorgun- 5 dung mittels einer provisorischen Aluminiumzwischen- 

gen ftir eine Peripherschaltung, sind Vddq und Vssq verbindung vorgesehen sein. In diesem Fall weist die 

Stromversorgungen ftir Ausgangspuffer, ist TE ein Si- Zeitkonstante einen Wert auf, der einen maBigen Ti- 

gnal zum Ausftihren eines Abtast-BIST-Tests und Q ein mingtest des Wafertests besteht Es werden sowohl eine 

Flagausgang des Testergebnisses. Zwischenverbindung zum Obertragen der Ausgangsda- 
Die Details des Wafertestens gemaB der vorliegen- 10 ten jeder Matte in den Bondkontaktblock 9 als auch eine 

den Ausfuhrungsform werden nachstehend unter Be- Zwischenverbindung der Stromquelle ftir die Peripher- 

zugnahme auf Fig. 19 beschrieben. schaltung jeder Matte und die Masterperipherschaltung 

Unter Bezugnahme auf Fig. 19 ist an einen Bondkon- bendtigt 

taktblock 36 ein Signal TE angelegt. Eine Aktivierung Diese Zwischenverbindungen sind durch das TE-Si- 

des Signals TE verursacht, daB ein innerhalb eines Halb- 15 gnal oder dergleichen nach dem CSP-ProzeB elektrisch 

leiterchips 1 vorgesehener Oszillator 31 aktiy gemacht zu unterbrechen, da diese Zwischenverbindungen nicht 

wird, wodurch mittels eines Grundtaktgenerators 32 ein linger benotigt werden. Es ist fast keine dieser proviso- 

Grundtakt RAS, CAS, R/W, OE und dergleichen des rischen Aluminiumzwischenverbindung entsprechende 

DRAM erzeugt wird. Ein Testmuster wird mittels einer Zunahme der Chipfl&che vorhanden. 
Testmustererzeugungsschaltung 33 automatisch er- 20 

zeugt. Eine Adresse wird so erzeugt, daB sie mittels Die neunte Ausfuhrungsform 
einer Zahlerschaltung aufeinanderfolgend um Eins, d. h. 

in aufeinanderfolgender Adressennummer, vergrdBert Die vorstehende achte Ausfuhrungsform wurde mit 

wird. einer Struktur fur einen minimalen Signaleingang be- 

Als Reaktion auf diese entsprechenden Signale wird 25 schrieben. Verschiedene Modifikationen derselben sind 

eine Masterperipherschaltung 11 betrieben, wird dann m6glich, wie beispielsweise das Vorsehen eines CLK- 

eine lokale Peripherschaltung 13 betrieben und wird ein Anschlusses zum Empfangen eines von auBen angeleg- 

Speicherarray 14 so aktiviert, daB es einen Lese/ ten Grundtaktes oder das zusatzliche Vorsehen eines 

Schreibbetrieb ausfuhrt Eine Obereinstimmungs/ Adressenkontaktblocks, um eine Adresse anzulegen, 

Nichtflbereinstimmungsermittlung zwischen geschrie- 30 oder das Vorsehen eines Kontaktblocks fur einen Aus- 

benen Daten und ausgelesenen Daten hinsichtlich der gang einer fehlerhaf ten Adresse. 
Daten aus dem Speicherarray 14 wird ausgeftihrt, um 

einen Nichtf ehler/Fehlerzustand auszugeben. Die zehnte Ausfiihrungsform 

Ein Schieberegister 34 funktioniert so, daB es sowohl 

ein Testmustersignal als auch ein internes Adressensi- 35 Wenn ein Vref-(Referenzpotential-)AnschluB bei ei- 

gnal aufeinanderfolgend speichert und einen Ausgang nem AuBenanschluB vorhanden ist, dann weist die vor- 

vorsiehL Ein Schieberegister 35 funktioniert so, daB es stehende zweite AusfOhrungsform eine Struktur auf, bei 

den Nichtf ehler/Fehlerzustand der Testdaten jeden welcher mittels emer Rahmenzwischenverbindung ei- 

Speicherarrays 14 aufeinanderfolgend speichert und ei- ner Stromversorgung zum Zwecke des Vermeidens des 

nen Ausgang vorsieht 40 Rauschens in der Vref eine Rahmenzwischenverbin- 

GemaB der vorliegenden Ausftihrungsform wird dung der Vref abgeschirmt wird. Doch die Erzeugung 

durch den Grundtaktgenerator 32 ein Steuersignal er- eines Stromrauschens in der Rahmenzwischenverbin- 

zeugt und werden durch die Testmustererzeugungs- dung der Vref muB berflcksichtigt werden, wenn in die 

schaltung 33 in dem Halbleiterchip 1 ein Testmuster und Stromversorgungsleitung, die die Vref-Rahmenzwi- 

ein internes Adressensignal erzeugt Daher kann ein 45 schenverbindung abschirmt, Strom geleitet wird. 

Bondkontaktblock zum Empfangen dieser Signale aus Eine Technik dafur, das Problem des groBen in der 

der AuBenwelt weggelassen werden. Vref enthaltenen Rauschens zu umgehen, ist es, die Rah- 

Der Nichtfehler/Fehlerzustand einer Mehrzahl von menzwischenverbindung der Vref mit einer Stromver- 

Testdaten kann in einem Ausgangskontaktblock Q mit- sorgungsleitung, in der kein Strom flieSt, (mit einer Rah- 

tels des Schieberegisters 35 aufeinanderfolgend vorge- 50 menzwischenverbindung, die keine Schaltung hat, die an 

sehen sein. Die Gesamtanzahl der in dem Halbleiterchip ihrem Ende Strom verbraucht) abzuschirmen. Diese 

bendtigteh Bondkontaktblocke kann verkleinert wer- Struktur zum Abschirmen einer Vref-Rahmenzwischen- 

den, da nur ein Bondkontaktblock 9 zum Vorsehen des verbindung mit einer Stromversorgungsleitung, in die 

Ausgangs des Testergebnisses bendtigt wird. kein Strom flieBt, kann leicht gebildet werden, wie in der 

Bei dem vorstehend beschriebenen Abtast-BIST-Te- 55 zweiten Ausfuhrungsform (Fig. 2) beschrieben. 
sten kann eine fehlerhafte Adresse nicht erkannt wer- 
den. Doch die fehlerhafte Adresse kann mittels einer Die elfte Ausfflhrungsform 
Einrichtung (zum Beispiel mittels eines Schieberegi- 

stersX die (das) die fehlerhafte Adresse jeder Speicher- Wie in Fig. 20 gezeigt, kann eine Mehrzahl von H0- 

zelle durch Empfangen des internen Adressensignals 60 gelkontaktblockanschlOssen einzeln Ober der ganzen 

und des Nichtfehler/Fehlerzustandes jeden Speicherar- Oberflache einer Verkappung angeordnet sein, ohne 

rays 14 bestimmt und speichert, in einem Paket in den Rflcksicht darauf, ob eine Rahmenzwischenverbindung 

Kontaktblock Q ausgegeben werden. Wenn ein exter- geschaltet ist oder nicht Diese auf der ganzen Oberfla- 

nes Verzeichnis vorgesehen ist, dann kann eine fehler- che vorgesehene Anordnung der leitenden HQgelkon- 

hafte Adresse erkannt und ein Redundanztest ausge- 65 taktblockanschlQsse tragt zur Verbesserung der War- 

fQhrt werden. meabstrahlung in der Verkappung bei, wodurch der 

Im Unterschied zu der vierten Ausfflhrungsform der Warmewiderstand verkleinert wird. 

vorliegenden Erfindung, bei der eine lokale Peripher- Die Isolation gegen die Leiterplatte kann durch Auf- 
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bringen eines Isolationsbelags auf der Oberflache eines 
HQgelkontaktblocks, der nicht elektrisch verwendet 
wird, aufrechterhalten werden. 

Der HQgelkontaktblockanschiuB kann auch auf der 
RQckseite der Verkappung vorgesehen sein. Die War- 
meabstrahlung der Verkappung kann durch Vorsehen 
der HQgelkontaktbldcke auf gegenQberliegenden Sei- 
ten der Verkappung weiter verbessert werden. 

Die zwdlfte AusfQhrungsf orm 

Ein Testmodus wie beispielsweise ein Leitungstest 
und ein Vielbitparalleltest wird eingefQhrt urn einer Zu- 
nahme der Testzeitdauer infolge einer groBeren Kapa- 
zitat des Speichers nachzukommen. Doch alle Tests 
kdnnen mit dem Testmodus nicht verwirklicht werden. 

Eine Testschaltung 53 muB vorgesehen sein, um einen 
Testmodus zu verwirklichen, der eingefQhrt wird, wie in 
Fig. 21 gezeigt Daher ist der durch die Testschaltung 53 
hindurchgehende Zugriffspfad wahrend des Testens 
derjenige, welcher durch den Pfeil A dargesteilt ist Im 
Unterschied dazu ist der durch einen Decodierer 51 und 
eine I/O-Schaltung 52 hindurchgehende Zugriffspfad ei- 
nes Normalbetriebs derjenige, welcher durch den Pfeil 
B dargesteilt ist 

Der Testmodus konnte zum Messen der Zugriffszeit 
nicht verwendet werden, da sich zwischen dem Normal- 
betriebsmodus und dem Testbetriebsmodus der Zu- 
griffspfad unterscheidet 

Die auf einen I/O bezogene Anzahl von Bits wird 
nicht vergrSBert obwohl gemaB einer grdBeren Spei- 
cherkapazit&t die Anzahl von Bits vergr6Bert wird Ob- 
gleich eine Zunahme der Test zeit unterdruckt wird, 
wird beim Testen eine grdflere Anzahl von Vergleichs- 
einrichtungen bendtigt werden. Dies wird die Anzahl 
derjenigen beschranken, welche zu einer Zeit beim Te^ 
sten gemessen werden kSnnen, was die Testeffizienz 
verringert Im Hinbiick auf das vorstehende wird eine 
Herangehensweise zum Degenerieren der in dem ent- 
sprechenden I/O vorgesehenen Daten, die durch nur 
einen I/O auszugeben sind, verwendet um die Testeffi- 
zienz zu verbessern. 

Doch zwischen einem Normalausgang und einem 
Entdegenerations-I/O unterscheidet sich der Zugriffs- 
pfad noch, selbst mit einer derartigen Struktur. 

Bei der Chipkonfiguration der vierten AusfQhrungs- 
form ist jede Matte 12 symmetrisch bezQglich der Ein- 
gangshOgelelektrode 4 angeordnet, wie in Fig. 5 gezeigt 
Wenn die in Fig. 5 gezeigte integrierte Halbleiterein- 
richtung ein 1GDRAM mit einer 16-Mbit-x-64-Organi- 
sation ist dann hat jede Matte 12 dieselbe Struktur einer 
16-Mbit-x-16-Organisatioa Da jede Matte 12 symme- 
trisch angeordnet ist und dieselbe Struktur aufweist, ist 
die Zeit des Zugriffs auf jede Matte 12 im wesentlichen 
identisch. Daher muB die Zugriffszeit nur einer Matte 12 
gemessen werden, um die Zugriffszeit zu erhalten. Es ist 
nicht notwendig, die Zugriffszeit aller anderen Matten 
zu messen. Dies bedeutet daB die in Fig. 22 gezeigte 
Vergleichseinrichtung 54 mit nur einer der Mehrzahl 
von Matten 12 zu verbinden ist Daher kann die Anzahl 
von Vergleiehseinrichtungen auf ein 1/4 verkleinert 
werden. 

Durch das Teilen desselben Zugriffspfades und das 
Erlauben eines I/O-Falschentdegenerations tests kann 
ein MeBtest der Zugriffszeit oder dergleichen leicht aus- 
gefuhrt werden, selbst wenn die Kapazitat des DRAM 
weiter vergrdflert wird. 
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Die dreizehnte AusfQhrungsform 

Im allgemeinen war die Anzahl von AnschiQssen fQr 
eine mit einem Speicher versehene Halbleiterverkap- 
5 pung kleiner als diejenige fQr eine mit einer Logik verse- 
hene Halbleiterverkappung. Daher wird in eine Halblei- 
terverkappung beispielsweise vom DIP-(Dual-In-Line- 
)Typ mit aus zwei Seiten der Halbleiterverkappung vor- 
stehenden AnschiQssen ein Speicher eingebaut 

io Es wird erwartet daB gemaB einer hdheren Integra- 
tion eines Speichers die Anzahl von AnschiQssen des 
Speichers zunehmen wird. Eine mogliche Erwagung ist 
es, einen derart hochintegrierten Speicher in eine Halb- 
leiterverkappung eines Typs, bei dem aus vier Seiten die 

15 AnschlQsse vorstehen, wie beispielsweise in eine QFP- 
Verkappung (Quad Flat Package), einzubauen. 

Doch es werden im folgenden erlauterte Probleme 
selbst dann vorkommen, falls diese QFP verwendet 
wird, wenn fur den Speicher durch Obergang zur Hier- 

20 archie, wie bei der vierten AusfQhrungsform beschrie- 
ben, die Integrationsdichte weiter vergrdflert wird. 

Da aufgmnd des Hierarchieubergangs die bendtigte 
Anzahl von AnschiQssen fur den Speicher vergrdflert 
wird, wird eine groBe Anzahl von Leitungen notwendig 

25 werden. Dies wird eine Zunahme der GrdBe der Halb- 
leiterverkappung verursachen. 

Wenn der Abstand zwischen den Leitungen verklei- 
nert wird, um die Zunahme der GrdBe der Halbleiter- 
verkappung zu unterdrQcken, dann wird zwischen den 

30 Leitungen eine groBe Kapazitat erzeugt werden. 

Die vorliegende AusfQhrungsform zeigt eine Halblei- 
terverkappung, die sich von derjenigen mit CSP-Struk- 
tur unterscheidet und mit der diese Probleme bewaltigt 
werden kdnnen. . 

35 Fig. 23 stellt die Struktur einer Halbleiterverkappung 
* mit BGA-Struktur schematisch dar. Unter Bezugnahme 
auf Fig, 23 ist auf einer Leiterplatte 105 mittels eines 
Dauerverbindungsepoxidharzes 107 ein Halbleiterchip 
101 befesdgt Ein Kontaktblock (nicht dargesteilt) des 

40 Halbleiterchips 101 ist mit einer auf der Oberflache der 
Leiterplatte 105 vorgesehenen Substratzwischenverbin- 
dung 103b mittels eines Bonddrahtes 103a elektrisch 
verbunden. Die Substratzwischenverbindung 103b ist 
mit einem sich auf der RQckseitenoberfiache der Leiter- 

45 platte 105 befindenden LothQgel 104 mittels eines 
Durchgangslochs 106 elektrisch verbunden. Ein Ldtre- 
sist 108 ist auf der RQckseitenoberfiache der Leiterplat- 
te 105 gebildet auBer in dem Gebiet in welchem der 
LothQgel 104 gebildet ist Der Halbleiterchip 101, der 

so Bonddraht 103a und die Substratzwischenverbindung 
103b sind mittels eines Formmaterials 109 abgedichtet 

Die Leiterplatte 105 weist eine Vielschichtstruktur 
auf, bei welcher eine Mehrzahl von in Fig. 24 gezeigten 
leitenden Schichten 105a— 105d so geschichtet ist daB 

55 zwischen dieselben entsprechende Isolationsschichten 
105e— 105i dazwischengelegt sind, wie in Fig, 25 ge- 
zeigt Das Durchgangsloch 106 ist mit einer vergrabe- 
nen leitenden Schicht 111 gef Qllt 

Die leitenden Schichten 105a und 105d sind Qber das 

eo Ganze gebildet, wobei das Gebiet in dem das Durch- 
gangsloch 106 vorgesehen ist ausgeschlossen ist und sie 
sind auf Massepotential (GND) gesetzt 

Die Halbleiterverkappung mit der BGA-Struktur ist 
genau wie eine Halbleiterverkappung mit der CSP- 

65 Struktur, bei der sie mit einer Leiterplatte mittels einer 
HOgelelektrode (eines LothQgels) 104 elektrisch ver- 
bunden ist 

, Die GrdBe der Halbleiterverkappung mit CSP-Struk- 
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tur ist derjenigen eines Halbleiterchips Shnlich. Die 
GroBe dieses Halbleiterchips unterscheidet sich von 
Hersteller zu Hersteller. Es ist daher schwierig, die Gr6- 
Be einer Halbleiterverkappung mit CSP-Struktur fttr je- 
den Hersteller zu standardisieren. Im Unterschied dazu 
kann durch Verwendung der Leiterplatte 105 die Ab- 
messung einer Halbleiterverkappung mit BGA-Struk- 
tur leicht standardisiert werden. 

In einer Halbleiterverkappung mit CSP-Struktur sind 
die Elemente des Halbleitersubstrats leicht einer Span- 
nung ausgesetzt, da auf der Ebene, auf der die Elemente 
gebildet sind, eine HOgelelektrode gebildet ist. Im Un- 
terschied dazu weist eine Halbleiterverkappung mit 
BGA-Struktur eine HOgelelektrode (einen Lothugel) 
104 auf, die (der) auf der ROckseitenoberflache vorgese- 
hen ist, welche der Oberflache gegenuberliegt, auf der 
die Elemente gebildet sind. Daher sind die Elemente 
einer Spannung nicht leicht ausgesetzt 

Da die leitenden Schichten 105a und 105d mit dem 
GND-Potential fiber der ganzen Leiterplatte gebildet 
sind, sind die zwischen die leitenden Schichten 105a und 
105d dazwischengelegten leitenden Schichten 105b und 
105c gegen andere leitende Abschnitte elektrisch abge- 
schirmt Daher wird das Rauschen der leitenden Schich- 
ten 105b und 105c verkleinert 

Eine Struktur eines in einer Halbleiterverkappung 
mit der BGA-Struktur eingebauten Halbleiterchips 
wird nachstehend beschrieben. 

Fig, 26 stellt die Draufsicht eines Aufbaulayouts eines 
in der Halbleiterverkappung der dreizehnten Ausfflh- 
rungsform eingebauten Halbleiterchips schematisch 
dar. Unter Bezugnahme auf Fig. 26 enthalt ein Halblei- 
terchip 101 beispielsweise vier Matten 112 und eine Ma- 
sterperipherschaltung 111 zum Steuern jeder Matte 112. 
Die Masterperipherschaltung 111 ist zwischen jeder 
. Matte 1 12 in kreuzartiger Weise angeordnet 

Zum Zwecke der Beschreibung ist die Masterperi- 
pherschaltung 111 so dargestellt, daB sie im Zentrum 
des Kreuzes in Fig. 26 liegt 

Jede Matte 112 enthalt ein Speicherarray 114 und 
eine lokale Peripherschaltung 113 zum Steuern des ent- 
sprechenden Speicherarrays 1 14. 

Eine Mehrzahl von Kontaktblocken 102a, 102b ist auf 
der Hauptoberflache des Halbleiterchips 101 in einem 
auBeren Umfangsgebie.t des Gebiets, in dem die vier 
Matten 112 und die Masterperipherschaltung 111 gebil- 
det sind, vorgesehen. Der Kontaktblock 102a dient dazu, 
ein Signal zum Steuern des ganzen Chips aufzunehmen, 
und ist mit der Masterperipherschaltung 111 direkt ver- 
bunden. Der Kontaktblock 102a ist in einem auBeren 
Umf angsgebiet des Halbleiterchips 101 vorgesehen und 
so angeordnet, daB er eine Lage einnimmt, die der Ma- 
sterperipherschaltung 111 am nachsten ist Dies verhin- 
dert eine Verschlechterung des aus dem Kontaktblock 
102a in die Masterperipherschaltung 111 angelegten Si- 
gnals. 

Der Kontaktblock 102b dient dazu, ein Signal zum 
Steuern jeder Matte einzugeben/auszugeben, und ist 
mit der lokalen Peripherschaltung 113 direkt verbunr 
deh. Der Kontaktblock 102b ist so angeordnet, daB der 
Abstand der Zwischenverbindung zwischen jedem der 
Kontaktbldcke 102b und der lokaieri Peripherschaltung 
113 im wesentlichen identisch ist Dies sieht den Vorteil 
des Minimierens der Phasenverschiebung zwischen je- 
dem zwischen dem Kontaktblock 102b und der lokalen 
Peripherschaltung 113 flbertragenen Signal, dh. der 
Verzerrung, vor. 

Aufgrund der Tatsache, daB bei einer Halbleiterver- 



kappung mit BGA-Struktur der Kontaktblock mittels 
des Bonddrahtes 103a mit der Substratzwischenverbin- 
dung 103b verbunden ist, wie in Fig. 23 gezeigt, ist jeder 
der Kontaktbldcke 102a und 102b in dem auBeren Urn- 
5 fangsgebiet des Halbleiterchips 101 angeordnet 

Jede der Mehrzahl von Matten 112 ist so angeordnet, 
daB sie beziiglich der Lage der Mehrzahl von Masterpe- 
ripherschaltungen 111 symmetrisch ist Jede der Mehr- 
zahl von Matten 112 und jeder der Mehrzahl von Kon- 

io taktbldcken 102a und 102b ist so angeordnet, daB sie/er 
beztiglich des Zentrums des Halbleiterchips 101 symme- 
trisch ist Dies ermoglicht es, durch eine derartige An- 
ordnung die Obertragungsentfernung eines aus der Ma- 
sterperipherschaltung 1 1 1 an jede Matte 1 12 angelegten 

15 Signals so festzusetzen, daB sie gleich ist 

In der Matte 112 ist jedes der Mehrzahl von Speicher- 
arrays 114 so angeordnet, daB es bezfigiich der Lage der 
lokalen Peripherschaltung 113 symmetrisch ist Ferner 
ist jedes der Mehrzahl von Speicherarrays 114 in der 

20 Matte 112 so angeordnet, daB es beziiglich des Zen- 
trums jeder Matte 112 symmetrisch ist Dies ermdglicht 
es, die Obertragungsentfernung eines aus der lokalen 
Peripherschaltung 1 13 an jedes Speicherarray 1 14 ange- 
legten Signals so festzusetzen, daB sie gleich ist 

25 Da bei der Halbleiterverkappung der vorliegenden 
AusfOhrungsform eine BGA-Struktur verwendet wird, 
ist zur Verbindung mit einem AuBenanschluB der Lot- 
hQgel 104 vorgesehen. Der Lothugel 104 kann fiber der 
ganzen Oberflache des Halbleiterchips 101 angeordnet 

30 sein. Selbst wenn in der Halbleiterverkappung ein 
DRAM mit einer hohen Integration und einer Hierar- 
chie eingebaut ist, wie in Fig. 26 gezeigt, kann dias Pro- 
blem der Zunahme der Abmessung beispielsweise einer 
QFP-Halbleiterverkappung und der Erzeugung einer 

35 groBen Kapazitat zwischen den Leitungen verhindert 
werden. 

Eine Zwischenverbindung 125 zum Verbinden eines 
Kontaktblocks 102b mit einem Ausgangspuffer einer 
lokalen Peripherschaltung 113 und eine Zwischenver- 

40 bindung zum Verbinden eines Kontaktblocks 102b mit 
einem Ausgangspuffer 122 einer lokalen Peripherschal- 
tung 113 sind auf der obersten Schicht auf der Oberfla- 
che eines Halbleitersubstrats 121 in einem Halbleiter- 
chip 101 angeordnet, wie in Fig. 27 gezeigt. Dies bedeu- 

45 tet, daB oberhalb-der mit jedem Speicherelement in 
dem Speicherarray 114 verbundenen Zwischenverbin- 
dungen 123 und 124 die Zwischenverbindung 125 gebil- 
det ist Daher kdnnen diese Zwischenverbindungen 125 
in der kOrzesten linearen Entfernung von den Kontakt- 

50 blocken 102a und 102b an einer zu verbindenden Stelle 
angeordnet sein. Somit kann eine Verschlechterung von 
Daten innerhalb der Zwischenverbindungsschicht 125 
verhindert werden. 
Wie bei der vorstehenden sechsten Ausf uhrungsform 

55 beschrieben, erlaubt die Verwendung eines Decodierers 
als Mattenwahlfunktion die Wahl einer speziellen Matte 
112 aus der Mehrzahl von Matten 112 und auch die 
Wahl einer Kombination einer vorbestimmten Anzahl 
yon Matten 112. Insbesondere kann mit der Matten- 

60 wahlfunktion die Speicherorganisation durch willkfirli- 
ches Setzen von zwei 512-MDRAMs oder ffinf 
256-MDRAMs mit einem ganzen Chip mit 1 MDRAM 
veranderlich gemacht werden. Mit anderen Worten, die 
Speicherorganisation kann so gebildet sein, wie wenn es 

65 ein Modul mit veranderlicher BitgrdBe ist 

Jede der durch die Mattenwahlfunktion ausgewahlten 
•Matten 112 hat die Stromversorgung zu der lokalen 
Peripherschaltung 113 in der Matte 112 hin unterbro- 
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chert Daher kann im Vergleich zu dem Fall, in dem an 
die ausgewahlte Matte 112 eine vorbestimmte Span- 
nung angelegt ist, urn einen Bereitschaftszustand zu er- 
reichen, der Stromverbrauch verkleinert werden. 

GemaB der Halbleiterverkappung der vorliegenden 5 
AusfQhrungsform ist auf der ganzen Oberflache der 
Verkappung jeder der Mehrzahl von Lothflgeln 104 ein- 
zeln angeordnet, unabhangig davon, ob er mit den Kon- 
taktbldcken 102a und 102b des Halbleiterchips 101 elek- 
trisch verbunden ist, wie in Fig. 28 gezeigt Durch Vor- 10 
sehen eines leitenden LothOgels 104 Ober der ganzen 
Oberflache kann die Warmeableitung der Verkappung 
verbessert werden. Daher kann der Warmewiderstand 
verkleinert werden. 

Fig. 28 ist eine Draufsicht einer aus der Richtung des 15 
Pfeils A der Fig. 23 betrachteten Halbleiterverkappung. 

Ein mit einem Kontaktblock nicht elektrisch verbun- 
dener Lothflgel 104 ist auf der Oberflache einer Leiter- 
platte 105 mit einer leitenden Schicht 112 dazwischen 
gebildet, wie in Fig. 29 gezeigt 20 

Die Oberflache des nicht elektrisch verwendeten Lot- 
hOgels 104 kann einen Isolatibnsbelag aufweisen, der auf 
ihr aufgebracht ist, urn die Isolation gegen die Leiter- 
platte auf rechtzuerhalten. 

GemaB der Struktur des Halbleiterchips der vorlie- 25 
genden Ausfflhrungsform sind die Matten 112 symme- 
trisch zu der Masterperipherschaltung 111 angeordnet, 
wie in Fig. 26 gezeigt, wobei jede Matte 112 dieselbe 
Struktur hat. Daher kann durch Verbinden der in Fig. 22 
gezeigten Vergleichseinrichtung 54 mit genau einer 30 
Matte 112 die Zugriffszeit fur jede Matte 112 gemessen 
werden. 

Obwohl die vorliegende Erfindung detailliert be- 
schrieben und dargestellt worden ist, ist es selbstver- 
standiich, da£ dieselbe nur veranschaulichend und bei- 35 
spielhaft ist und keiner Beschrankung unterliegt, wobei 
der Inhalt und der Bereich der vorliegenden Erfindung 
nur durch die beigefflgten Ansprflche beschrankt sind. 

Patentansprflche 40 

1. Halbleiterverkappung, welche eine Mehrzahl 
von externen Zwischenverbindungseinheiten urn- 
faBt, die gebildet sind aus einer Hflgelelektrode (4) 
zur Verbindung mit einem AuBenanschluB, welche 45 
auf einer Hauptoberflache eines erne integrierte 
Halbleitereinrichtung enthaltenden Halbleiterchips 
(1) vorgesehen ist, einem auf dem Halbleiterchip 
gebildeten Kontaktblock (2) zur Verbindung mit 
der integrierteh Halbleitereinrichtung, und einer 50 
auf der Hauptoberflache des Halbleiterchips mit- 
tels Photolithographic gebildeten Verbindungszwi- 
schenverbindung (3) zum elektrischen Verbinden 
des Kontaktblocks und der Hflgelelektrode, bei 
welcher die HQgelelektrode gebildet ist auf einem 55 
Gebiet, das sich von einem Gebiet (SR) unterschei- 
det, in dem eine zerbrechliche Schaltung vorgese- 
hen ist, deren Schaitungscharakteristiken durch ei- 
nen eine mechanische Spannung enthaltenden au- 
Beren Faktor leicht geandert werden, wenn die in- 60 
tegrierte Halbleitereinrichtung die zerbrechliche 
Schaltung enthalt 

2. Halbleiterverkappung nach Anspruch 1, bei wel- 
cher die zerbrechliche Schaltung (SR) eine aus ei- 
nem Paar von TYansistoren gebildete Abtastver- 65 
starkerschaltung zum Abtasten und Verstarken ei- 
ner kleinen Potentialdifferenz zwischen einem Paar 
von Bitleitungen umfaBt 
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3. Halbleiterverkappung nach Anspruch 1, bei wel- 
cher die zerbrechliche Schaltung eine Analogschal- 
tung umfaBt, die mit einem kleinen Strom arbeitet. 

4. Halbleiterverkappung nach Anspruch 1, welche 
genau unter der Hflgelelektrode (4) und zwischen 
der Verbindungszwischenverbindung und der 
Hauptoberflache des Halbleiterchips ein Span- 
nungsverminderungsmaterial (8) zum Vermindern 
einer an den Halbleiterchip mittels der Htigelelek- 
trode angelegten mechanischen Spannung umfaBt 

5. Halbleiterverkappung, welche eine Mehrzahl 
von externen Zwischenverbindungseinheiten um- 
faBt, die gebildet sind aus einer Hflgelelektrode (4) 
zur Verbindung mit einem AuBenanschluB welche 
auf einer Hauptoberflache eines eine integrierte 
Halbleitereinrichtung enthaltenden Halbleiterchips 
(1) vorgesehen ist, einem auf dem Halbleiterchip 
gebildeten Kontaktblock (2) zur Verbindung mit 
der integrierten Halbleitereinrichtung, und einer 
auf der Hauptoberflache des Halbleiterchips mit- 
tels Photolithographic gebildeten Verbindungszwi- 
schenverbindung (3) zum elektrischen Verbinden 
des Kontaktblocks und der Hflgelelektrode, wobei 
die Halbleiterverkappung wenigstens enthalt: 
einen auf der Hauptoberflache des Halbleiterchips 
vorgesehenen Stromversorgungskontaktblock 
(Vcc) zum Liefern eines Stroms in die integrierte 
Halbleitereinrichtung und 

erne Stromversorgungszwischenverbindung (PL), 
die mit dem Stromversorgungskontaktblock ver- 
bunden ist und so vorgesehen ist, daB sie wenig- 
stens einen Abschnitt jeder der Mehrzahl von ex- 
ternen Zwischenverbindungseinheiten einzeln um- 
gibt 

6. Halbleiterverkappung nach Anspruch 5, bei wel- 
cher die wenigstens einen Abschnitt der externen 
Zwischenverbindungseinheiten einzeln umgeben- 
den Stromversorgungszwischenverbindungen (PL) 
so miteinander verbunden sind, daB sie ein Netz 
bilden, und bei welcher eine Mehrzahl der Strom- 
versorgungskontaktbl6cke (Vcc) so angeordnet ist, 
daB die Stromversorgungsimpedanz bezflglich der 
netzartigen Stromversorgungszwischenverbin- 
dung verkleinert ist 

7. Halbleiterverkappung nach Anspruch 5, welche 
genau unter der Hflgelelektrode (4) und zwischen 
der Verbindungszwischenverbindung und der 
Hauptoberflache des Halbleiterchips ein Span- 
nungsverminderungsmaterial (8) zum Vermindern 
einer an den Halbleiterchip mittels der Hflgelelek- 
trode angelegten mechanischen Spannung umfaBt 

8. Halbleiterverkappung, welche eine Mehrzahl 
von externen Zwischenverbindungseinheiten um- 
faBt, die gebildet sind aus einer Hflgelelektrode (4) 
zur Verbindung mit der AuBenweit, welche auf ei- 
ner Hauptoberflache eines eine integrierte Halblei- 
tereinrichtung enthaltenden Halbleiterchips (1) 
vorgesehen ist, einem auf dem Halbleiterchip gebil- 
deten Kontaktblock (2) zur Verbindung mit der in- 
tegrierten Halbleitereinrichtung, und einer auf der 
Hauptoberflache des Halbleiterchips mittels Pho- 
tolithographic gebildeten Verbindungszwischen- 
verbindung (3) zum elektrischen Verbinden des 
Kontaktblocks mit den Hflgelelektroden, 

bei welcher die integrierte Halbleitereinrichtung 
eine mit dem Kontaktblock direkt verbundene Ein- 
gangs/Ausgangspufferschaltung enthalt 
und bei welcher auf einem Gebiet in der Nahe der 
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Eingangs/Ausgangspufferschaltung die mit der 
Eingangs/Ausgangspufferschaltung mittels des 
Kontaktblocks elektrisch verbundene Hugelelek- 
trode vorgesehen ist 

9. Halbleiterverkappung nach Anspruch 8, bei wel- 5 
cher die integrierte Halbleitereinrichtung eine 
Mehrzahl von Speichermatten (12) und eine Ma- 
sterperipherschaltung (1 1) zum Teilen einer Mehr- 
zahl der Speichermatten und zum unabhangigen 
Steuern jeder Speichermatte umfaBt und bei wel- 10 
cher die Speichermatte eine Mehrzahl von ein 
Speicherelement enthaltenden Speichergebieten 
(14) und eine lokale Peripherschaltung (13) zum 
Teilen der Mehrzahl von Speichergebieten und un- 
abhangigen Steuern eines Speicherelements in je- 15 
dem Speichergebiet umfaBt 

10. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, welche 
ferner eine auf der Hauptoberflache des Halbleiter- 
chips gebildete zweite Verbindungszwischenver- 
bindung (3) umfaBt und bei welcher die Masterperi- 20 
pherschaltung (11) und die lokale Peripherschal- 
tung (13) mittels der zweiten Verbindungszwi- 
schenverbindung (3) elektrisch verbunden sind. 

11. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher auf einem Gebiet, m dem die Masterperi- 25 
pherschaltung vorgesehen ist, die HOgelelektrode 
(4) zum Aufnehmen eines in jede der Mehrzahl von 
Speichermatten (12) durch die Masterperipher- 
schaitung (11) hindurch Qbertragenen Signals vor- 
gesehen ist, 30 
bei welcher jede der Mehrzahl von Speichermatten 

so angeordnet ist, daB sie bezuglich einer Lage der 
HOgelelektrode symmetrisch ist, 
und bei welcher jede mit einer Mehrzahl von Spei- 
chermatten verbundene Zwischenverbindung (13) 35 
aus der HUgelelektrode so angeordnet ist, daB sie 
bezQglich einer Lage der HOgelelektrode symme- 
trisch ist 

12. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher eine Obertragungsentfernung eines in jede 40 
der Mehrzahl von Speichermatten (12) hineinkom- 
menden Signals aus der HOgelelektrode (4) im we- 
sentlichen gleich ist 

13. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher die HOgelelektrode (4) zum Vorsehen ei- 45 
nes Ausgangssignals aus dem Speicherelement in 
die AuBenwelt elektrisch verbunden ist mit der 
Ausgangspufferschaltung und bei welcher auf ei- 
nem Gebiet, in dem die die Ausgangspufferschal- 
tung enthaltende lokale Peripherschaltung (13) vor- 50 
gesehen ist, die mit dem Kontaktblock (2) zum Aus- 
gang elektrisch verbundene HOgelelektrode zum 
Ausgang angeordnet ist 

14. Halbleiterverkappung nach Anspruch 8, bei 
welcher die Verbindungszwischenverbindung (3) 55 
eine erste und eine zweite Verbindungszwischen- 
verbindung (3b, 3c) enthaJt, die auf verschiedenen 
Niveaus auf der Hauptoberflache des Halbleiter- 
chips verlaufen und voneinander elektrisch isoliert 
sind. 60 . 

15. Halbleiterverkappung nach Anspruch 8, bei 
welcher die Verbindungszwischenverbindung (3) 
eine erste und eine zweite Verbindungszwischen- 
verbindung (3b, 3c) enthalt, die auf demselben Ni- 
veau auf der Hauptoberflache des Halbleiterchips 65 
verlaufen, und bei welcher die elektrische Isolation 
der ersten und der zweiten Verbindungszwischen- 
verbindung aufrechterhalten wird durch eine der 
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ersten und der zweiten Verbindungszwischenver- 
bindung, die mit einer in dem Halbleiterchip an 
einer Kreuzung der ersten und der zweiten Verbin- 
dungszwischenverbindung gebildeten leitenden 
Schicht (2a) elektrisch verbunden ist 

16. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher auf einem Gebiet, in dem die die Ausgangs- 
pufferschaltung enthaltende lokale Peripherschal- 
tung (13) vorgesehen ist, die HOgelelektrode 
(4c— 4e) fOr einen in die Ausgangspufferschaltung 
zu liefernden Strom angeordnet ist 

17. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher die HOgelelektrode (4b) zum Ausgang, die 
mit jedem der Mehrzahl von Speicherelementen in 
dem Speichergebiet (14) elektrisch verbunden ist 
und die mit einem Datenbus (16) zum Datenaus- 
gang der Mehrzahl von Speicherelementen elek- 
trisch verbunden ist, auf einem Gebiet in der Nahe 
des Speichergebiets angeordnet ist 

18. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher die Masterperipherschaltung (11) eine 
Mattenwahlschaltung (22) umfaBt, die eine der 
Mehrzahl von Speichermatten (12) wahlt und be- 
treibbar macht und eine Lieferung von Strom zu 
der lokalen Peripherschaltung (13) in der nichtge- 
wahlten Speichermatte hin unterbricht 

19. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher die Masterperipherschaltung (11) eine 
Mattenwahlschaltung (22) umfaBt, die eine vbrbe- 
stimmte Anzahl der Speichermatten (12) wahlt und 
betreibbar macht und eine Lieferung von Strom zu 
der lokalen Peripherschaltung (13) in der nichtge- 
wahlten Speichermatte hin unterbricht 

20. Halbleiterverkappung nach Anspruch 8, bei 
welcher in dem Halbleiterchip (1) eine leitende 
Schicht zur Stromversorgung (Vcc, Vss) zum Lie- 
fern einer Stromversorgungsspannung in ein Ele- 
ment (18a) in der integrierten Halbleitereinrichtung 
gebildet ist und bei welcher die Verbindungszwi- 
schenverbindung (3g, 3f), an die aus der HOgelelek- 
trode (4) eine Stromversorgungsspannung angelegt 
ist, in einer die Verlaufsrichtung der leitenden 
Schicht zur Stromversorgung kreuzenden Rich- 
tung verlauft und mit der leitenden Schicht zur 
Stromversorgung elektrisch verbunden ist 

21. Halbleiterverkappung nach Anspruch 20, bei 
welcher das Element (18a) eine aus einem Paar von 
Transistoren gebildete Abtastverstarkerschaltung 
zum Abtasten und Verstaricen einer kleinen Poten- 
tialdifferenz zwischen einem Paar von Bitleitungen 
umfaBt und bei welcher die Verbindungszwischen- 
verbindung (3f, 3g) und die leitende Schicht zur 
Stromversorgung (Vcc, Vss) so angeordnet sind, 
daB sie ein Netz in einer Ebene bildea 

22. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, bei 
welcher der Halbleiterchip (1) einen Testkontakt- 
block (36) enthalt, mit dem in einem Testmodus 
eine Sondennadel einer Sondeneinrichtung in Kon- 
takt gebracht ist, und bei welcher auf einer Haupt- 
oberflache des Halbleiterchips auf einem Gebiet, 
das sich von demjenigen unterscheidet, in dem die 
integrierte Halbleitereinrichtung vorgesehen ist, 
der Testkontaktblock gebildet ist 

23. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, welche 
ferner umfaBt: 

einen Oszillator (31), der als Reaktion auf ein von 
auBen angelegtes Testsignal in einem Testmodus 
aktiviert ist, und einen Steuersignalgenerator (32, 
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33) zum Erzeugen eines Steuersignals mittels des 
Oszillators, 

bei welcher der Steuersignalgenerator verbunden 
ist mit der Masterperipherschaltung, so da£ an die 
Masterperipherschaltung (1 1) ein aus dem Steuersi- 5 
gnalgenerator ausgegebenes Signal angelegt ist 

24. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, welche 
ferner ein Schieberegister (35) umfaBt, das einen 
Nichtfehler/Fehlerzustand von aus jeder der Mehr- 
zahl von Speichermatten erhaltenen Testdaten auf- 10 
einanderfolgend speichert und den gespeicherten 
Nichtfehler/Fehlerzustand der Testdaten in einem 
Testmodus auf einanderfolgend vorsieht 

25. Halbleiterverkappung nach Anspruch 24, bei 
welcher aus einem in dem Halbleiterchip (1) vorge- 15 
sehenen Testkontaktblock (36) ein Signal ausgege- 
ben wird, das einen Nichtfehler/Fehlerzustand der 
aus dem Schieberegister (35) vorgesehenen Testda- 
ten anzeigt 

26. Halbleiterverkappung nach Anspruch 22, bei 20 
welcher der Testkontaktblock (36) und der Kon- 
taktblock (2) mittels verschiedener Zwischenver- 
bindungspfade mit der lokalen Peripherschaltung 
(13) elektrisch verbunden sind, 

bei welcher eine erste Zwischenverbindung zwi- 25 
schen dem Testkontaktblock und der lokalen Peri- 
pherschaltung geschaltet werden kann zwischen ei- 
ner Verbindung und einer Nichtverbindung und ei- 
ne zweite Zwischenverbindung zwischen dem Kon- 
taktblock und der lokalen Peripherschaltung ge- 30 
schaltet werden kann zwischen einer Verbindung 
und einer Nichtverbindung, 

bei welcher in einem Testmodus die erste Zwi- 
schenverbindung einen verbundenen Zustand und 
die zweite Zwischenverbindung einen nichtverbun- 35 
denen Zustand erreicht 

und bei welcher in einem Normalbetriebsmodus 
die erste Zwischenverbindung einen nichtverbun- 
denen Zustand und die zweite Zwischenverbindung 
einen verbundenen Zustand erreicht 40 

27. Halbleiterverkappung nach Anspruch 9, welche 
ferner eine Einrichtung zum Bestimmen einer feh- 
lerhaften Adresse des Speichereieraents aus dem 
Nichtfehler/Fehlerzustand der aus jeder einer 
Mehrzahl von Speichermatten erhaltenen Testda- 45 
ten und zum Speichern der fehlerhaften Adresse in 
einem Testmodus umfaBt und bei welcher aus der 
Einrichtung ein Signal der fehlerhaften Adresse 
auf einanderfolgend vorgesehen ist 

28. Halbleiterverkappung nach Anspruch 27, bei 50 
welcher ein Signal der fehlerhaften Adresse, das 
aus der Einrichtung vorgesehen ist, die eine f ehler- 
hafte Adresse bestimmt und speichert, aus einem in 
dem Halbleiterchip (1) vorgesehenen Testkontakt- 
block (36) ausgegeben wird. 55 

29. Halbleiterverkappung nach Anspruch 8, welche 
ferner eine Stromversorgungszwischenverbindung 
umfaBt, die auf einer Hauptoberfl&che des Halblei- 
terchips vorgesehen ist, so daB sie die Verbindungs- 
zwischeriverbindung umgibt, an die ein vorbe- 60 
stimmtes Potential angelegt ist, und bei welcher die 
Stromversorgungszwischenverbindung so gebildet 
ist, daB kein Strom flieBt 

30. Halbleiterverkappung nach Anspruch 8, bei 
welcher die Mehrzahl von Hflgelelektroden (4) so 65 
angeordnet ist, daB sie voneinander isoliert und yon 
einer ganzen Oberfl&che der Halbleiterverkappung 
(lO)enthfllltsind. 
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31. Halbleiterverkappung nach Anspruch 30, bei 
welcher die Mehrzahl von Hflgelelektroden (4) eine 
HQgelelektrode enth&Mt, die mit dem Kontaktblock 
(2) nicht elektrisch verbunden ist 

32. Halbleiterverkappung nach Anspruch 30, bei 
welcher eine Mehrzahl der Hflgelelektroden (4) so 
angeordnet ist, daB sie voneinander isoliert und von 
einer Rflckseite der Verkappung ( 10) enthflllt sind. 

33. Halbleiterverkappung nach Anspruch 12, bei 
welcher erne Vergleichseinrichtung (54), die eine 
vorbestimmte Anzahl von Speicherelementen aus 
der Speichermatte (12) in einem Testmodus wahlt, 
eine Ubereinstimmung/NichtUbereinstimmung der 
Logik der vorbestimmten Anzahl von Speicherele- 
menten bestimmt und ihr Bestimmungsergebnis 
vorsieht, mit nur einer der Mehrzahl von Speicher- 
matten verbunden ist 

34. Halbleiterverkappung, die einen eine integrierte 
Halbleitereinrichtung enthaltenden Halbleiterchip 
umfaBt, 

bei welcher die integrierte Halbleitereinrichtung 
eine Mehrzahl von Speichermatten (12) und eine 
Masterperipherschaltung (11) zum Teilen der 
Mehrzahl von Speichermatten und unabh&ngigen 
Steuern jeder Speichermatte enthaMt, 
bei welcher die Speichermatte eine Mehrzahl von 
Speicherelementen enthalt, 

welche ferner eine Einrichtung zum Bestimmen ei- 
ner fehlerhaften Adresse des Speicherelements aus 
einem Nichtfehler/Fehlerzustand der aus jeder der 
Mehrzahl von Speichermatten vorgesehenen Test- 
daten und zum Speichern der fehlerhaften Adresse 
in einem Testmodus umfaBt und 
bei welcher aus der Einrichtung ein Signal der feh- 
lerhaften Adresse aufeinanderfolgend vorgesehen 
ist 

35. Halbleiterverkappung, welche eine Mehrzahl 
von externen Verbindungseinheiten umfaBt, die ge- 
bildet sind aus einer HQgelelektrode (4) zur Verbin- 
dung mit der AuBenwelt, welche auf einer Haupt- 
oberflache eines eine integrierte Halbleitereinrich- 
tung enthaltenden Halbleiterchips (1) vorgesehen 
ist, einem auf dem Halbleiterchip gebildet en Kon- 
taktblock (2) zur Verbinjdung mit der integrierten 
Halbleitereinrichtung, und einer auf der Haupt- 
oberflache des Halbleiterchips mittels Photolitho- 
graphic gebildeten Verbindungszwischenverbin- 
dung (3) zum elektrischen Verbinden des Kontakt- 
blocks mit der HQgelelektrode, 

welche ferner eine Stromversorgungszwischenver- 
bindung (PL) umfaBt, die. auf der Hauptoberflache 
des Halbleiterchips so vorgesehen ist, daB sie die 
Verbindungszwischenverbindung umgibt, an die 
ein vorbestimmtes Potential angelegt ist, 
und bei welcher die Stromversprgungszwischen- 
verbindung so gebildet ist, daB kein Strom flieBt 

36. Halbleiterverkappung, welche einen Kontakt- 
block (2) auf einer Hauptoberflache eines eine inte- 
grierte Halbleitereinrichtung enthaltenden Halblei- 
terchips (1) umfaBt, 

bei welcher die integrierte Halbleitereinrichtung 

eine Mehrzahl von Speichermatten (12) und eine 

Masterperipherschaltung (11) zum Teilen der 

Mehrzahl von Speichermatten und unabhangigen 

Steuern jeder Speichermatte enthalt, 

bei welcher die Speichermatte eine Mehrzahl von 

Speicherelementen enthalt, 

bei welcher jede der Mehrzahl von Speichermatten 
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so angeordnet ist, daB eine Obertragungsentfer- 
nung eines Signals aus dem Kontaktblock in jede 
der Mehrzahl von Speichermatten im wesentlichen 
identisch ist, 

und bei welcher eine Vergleichseinrichtung (54), die 5 
eine vorbestimmte Anzahl von Speicherelementen 
aus der Speichermatte in einem Testmodus wahlt, 
eine Obereinstimmung/Nichtiibereinstimmung der 
Logik der vorbestimmten Anzahl von Speicherele- 
menten bestimmt und ihr Vergleichsergebnis vor- 10 
sieht, mit nur einer der Mehrzahl von Speichermat- 
ten verbunden ist 

37. Halbleiterverkappung, welche eine Mehrzahl 
von externen Zwischenverbindungseinheiten urn- 
faBt, die gebildet sind aus einer Hugelelektrode (4, 15 
104) zur Verbindung mit einem AuBenanschluB, 
welche auf einer Hauptoberflache eines eine inte- 
grierte Halbleitereinrichtung enthaltenden Halblei- 
terchips (1, 101) vorgesehen ist, einem auf dem 
Halbleiterchip gebildeten Kontaktblock (2, 102a, 20 
102b) zur Verbindung mit der integrierten Halblei- 
tereinrichtung, und einer Verbindungszwischenver- 
bindung (3, 103a, 103b, 111) zum eiektrischen Ver- 
binden des Kontaktblocks und der Hugelelektrode, 
bei welcher die integrierte Halbleitereinrichtung 25 
eine Mehrzahl von Speichermatten (12, 112) und 
eine Masterperipherschaltung (11, 111) zum Teilen 
der Mehrzahl der Speichermatten und unabhangi- 
gen Steuern jeder Speichermatte enthalt und bei 
welcher die Speichermatte eine Mehrzahl von 30 
Speicherarrays (14, 114) und eine lokale Peripher- 
schaltung (13, 113) zum Teilen einer Mehrzahl der 
Speicherarrays und unabhangigen Steuern jeden 
Speicherarrays umfaBt 

38. Halbleiterverkappung nach Anspruch 37, bei 35 
welcher auf einer Hauptoberflache des Halbleiter- 
chips (1) mittels Photolithographie die Verbin- 
dungszwischenverbindung (3) gebildet ist 

39. Halbleiterverkappung nach Anspruch 37, wel- 
che ferner umfaBt: ein Substrat zum Befestigen des 40 
Halbleiterchips (101) an einer RQckseitenoberfla- 
chenseite einer Oberflache, atif der der Kontakt- 
block (102a, 102b) des Halbleiterchips (101) gebil- 
det ist, 

bei welcher auf der Ruckseitenoberflachenseite der 45 
Oberflache des Substrats, auf der der Halbleiter- 
chip befestigt ist, die Hugelelektrode (104) ange- 
ordnet ist 

und bei welcher durch ein in dem Substrat (105) 
vorgesehenes Loch hindurch die Hiigelelektrode 50 
und der Kontaktblock elektrisch verbunden sind 

40. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher auf der Hauptoberflache des Halbleiter- 
chips in einem auBeren Umfangsgebiet eines Ge- 
biets, in dem eine Mehrzahl der Speichermatten 55 
(114) und die Masterperipherschaltung (111) ange- 
ordnet sind, eine Mehrzahl der Kontaktbldcke 
(102a, 102b) angeordnet ist und bei welcher der mit 
der Masterperipherschaltung elektrisch verbun- 
dene Kontaktblock (102a) in dem auBeren Um- eo 
fangsgebiet so an einer Stelle angeordnet ist, daB 
der Abstand von der Masterperipherschaltung im 
wesentlichen am kleinsten ist 

41. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher jede der Mehrzahl der Speichermatten 65 
(114) und jeder der Mehrzahl der Kontaktbldcke 
(102a, 102b) so angeordnet ist, daB sie/er zu der 
Lage der Masterperipherschaltung (111) symme- 
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trisch ist 

42. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher eine Obertragungsentfernung eines Si- 
gnals, das zwischen jedem der Mehrzahl von mit 
der Masterperipherschaltung (111) elektrisch ver- 
bundenen Kontaktblocken (102a) und der Master- 
peripherschaltung eingegeben und ausgegeben 
wird, im wesentlichen gleich ist und bei welcher 
eine Obertragungsentfernung eines Signals, das 
zwischen jeder der Mehrzahl der Masterperipher- 
schaltungen und der lokalen Peripherschaltung 
(113) eingegeben und ausgegeben wird, im wesent- 
lichen gleich ist 

43. Halbleiterverkappung nach Anspruch 40, bei 
welcher eine Mehrzahl der Kontaktbldcke (102b), 
die mit der lokalen Peripherschaltung (113) einer 
speziellen Speichermatte aus der Mehrzahl der 
Speichermatten (114) elektrisch verbunden sind, in 
dem auBeren Umfangsgebiet und langs einer Kon- 
tur der speziellen Speichermatte angeordnet ist 
44; Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher auf der obersten Schicht des Halbleiter- 
substrats von alien in dem Halbleiterchip (101) ge- 
bildeten Zwischenverbindungsschichten eine die 
lokale Peripherschaltung (113) und den Kontakt- 
block (102b) verbindende Zwischenverbindungs- 
schicht (125) und eine die Masterperipherschaltung 
(111) und den Kontaktblock (102a) verbindende 
Zwischenverbindungsschicht gebildet sind. 

45. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher die Masterperipherschaltung (111) eine 
Mattenwahlschaltung (22) umfaBt, die eine der 
Mehrzahl von Speichermatten (114) wahlt und be- 
treibbar macht und eine Lieferung von Strom zu 
der lokalen Peripherschaltung (113) in der nicht ge- 
wahlten Speichermatte hin unterbricht 

46. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher die Masterperipherschaltung (111) eine 
Mattenwahlschaltung (22) umfaBt, die eine vorbe- 
stimmte Anzahl der Speichermatten (114) wahlt 
und betreibbar macht und eine Lieferung von 
Strom zu der lokalen Peripherschaltung (113) in der 
nichtgewahlten Speichermatte hin unterbricht 

47. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher die Mehrzahl von HQgelelektroden (104) 
eine Hugelelektrode enthalt, die mit dem Kontakt- 
block (102a, 102b) nicht elektrisch verbunden ist 

48. Halbleiterverkappung nach Anspruch 39, bei 
welcher eine Vergleichseinrichtung (54), die eine 
vorbestimmte Anzahl von Speicherelementen aus 
der Speichermatte (114) in einem Testmodus wahlt, 
eine Ubereinstimmung/NichtQbereinstimmung der 
Logik der vorbestimmten Anzahl von Speicherele- 
menten bestimmt und ihr Bestimmungsergebnis 
vorsieht mit nur einer der Mehrzahl von Speicher- 
matten verbunden ist 
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